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Настоящий отчет составлен специалистами департамента технологического развития организации-координатора технологической платформы «СВЧ технологии» АО «Росэлекроника» и согласован с представителями организации-инициатора ФГБУН «ИСВЧПЭ» РАН в соответствии с «Методическими материалами по разработке ежегодного отчета о выполнении проекта реализации технологической платформы на 2011 год, плана действий технологической платформы на 2012 год», одобренными решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол № 45-АК от 29.11.2011), в соответствии с требованием Минэкономразвития РФ (письмо № Д01и-27 от 18.01.2017 «О предоставлении отчета о выполнении проекта реализации технологической платформы за 2016 год, стратегической программы исследований и плана действий на 2017 год»). Отчет консолидирует материалы и предложения организаций-участниц данной платформы, направленных на основании запроса организации-координатора (исх. № РЭ-338 от 18.01.2017 «О подготовке отчета за 2016 год и плана действий на 2017 год») с целью обеспечения максимально широкого участия в установленный срок. В дальнейшем, проект отчета (с планом действий) были разосланы в электронном виде для учета замечаний и предложений всем участникам платформы (исх. № РЭ-819 от 06.02.2017 «О направлении материалов по повестке дня на внеочередном Общем собрании участников технологической платформы «СВЧ технологии»), поддержан к утверждению на Общем собрании участников (протокол №1/2017 от 27.02.2017) и затем оперативно размещен на интернет-странице платформы по адресу: http://new.isvch.ru/tp/. 

Анализ реализации плана действий технологической платформы «СВЧ технологии» за 2016 год приведен в Приложении 1.

Сведения о тематике и объемах финансирования реализуемых работ и проектов в сфере исследований и разработок, по которым привлечено бюджетное софинансирование, одним из критериев отбора которых являлась принадлежность к платформе «СВЧ технологии» приведены в Приложении 2.

План действий технологической платформы на 2017 год приведен в Приложении 5.
Раздел 1. Формирование состава участников технологической платформы

Состав участников технологической платформы (ТП) «СВЧ технологии» формируется на протяжении 2011-2016 годов. Учредительное собрание участников ТП «СВЧ технологии» состоялось 30 августа 2011 года. В нем приняли участие представители более 40 организаций, предприятий и ведомств. Темпы роста количества участников ТП «СВЧ технологии» отражены на диаграмме.
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Состав зарегистрированных участников ТП «СВЧ технологии» (всего 69) по состоянию на 1 января 2017 года приведен в таблице 1.

Таблица 1

	№
	Форма организации
	Количество участников

	1
	Учреждения Российской академии наук
	7

	2
	Высшие учебные заведения (вузы): НИУ, ТУ и др.
	16

	3
	Научно-исследовательские институты (НИИ): ФГУП, ОАО, АО
	9

	4
	Конструкторские и опытно-конструкторские бюро (КБ, ОКБ): ОАО, АО
	4

	5
	Научно-производственные предприятия и заводы: ПАО, АО, ОАО, ЗАО
	30

	6
	Другие: ООО
	3

	
	Всего
	69


Перечень организаций-участниц ТП «СВЧ технологии» с изложенной справочной информацией и контактных данных приведен в Приложении 3.

За период с 1 января 2016 г. по 1 января 2017 г. поступили три заявления от ключевых научных и образовательных организаций, работающих по технологическим направлениям платформы, а также компаний, в т. ч. предприятий малого и среднего бизнеса, о включении в состав участников платформы:
1 Общество с ограниченной ответственностью «Ботлихский радиозавод» (ООО «Ботлихский радиозавод»), 368971, Республика Дагестан, Ботлихский район, село Ботлих, тел.: +7 (8722) 56-33-88, info@botlihrz.ru, сайт: www.botlihrz.ru; генеральный директор: Амиров Амир Зайнутдинович. Контактное лицо: Любухина Татьяна Ивановна, тел./факс: 8 (8443) 38-77-09, моб.: 8 (961) 062 6544.

2 Общество с ограниченной ответственностью «Завод микроэлектронных технологий» (ООО «ЗМТ»), 426000, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 219а, директор: Калошин Сергей Николаевич. Контактное лицо: Еремеев Павел Валерьевич, тел.: 8 (3412) 60-14-39, e-mail: oridzmt@mail.ru, сайт: www.zmt-axion.ru.

3 Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» 634034, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а, тел.: 8 (3822) 288-288, факс: 8 (3822) 555 089, e-mail: niipp@niipp.ru, сайт: http://www.niipp.ru. Контактное лицо: Монастырев Евгений Александрович, заместитель директора по научной работе, тел.: 8 (3822) 288-226, моб.: 8 (913) 824 3768.
Раздел 2. Создание и совершенствование организационной структуры технологической платформы

2.1. Формирование руководящих и рабочих органов технологической платформы, ее организационное оформление
Организационное учредительное собрание (ОУС) участников ТП «СВЧ технологии» состоялось 30 августа 2011 года, в котором приняли участие представители более 40 организаций, предприятий и ведомств. Итогом работы собрания явилось подписание 42 организациями Соглашения о создании и основных принципах деятельности ТП «СВЧ технологии». 
ОУС завершилось утверждением организационной структуры (рисунок 1), обеспечивающей необходимые условия реализации взаимодействия между организациями, входящими в состав платформы и следующих положений о деятельности органов управления (ОУ) ТП «СВЧ технологии», регламентирующие порядок деятельности, задачи, функции и др.:

· об Общем собрании участников Соглашения;

· о Наблюдательном совете;

· о Правлении;
· о Научно-техническом совете;

· об Экспертном совете.

На учредительном собрании утвержден состав органов управления ТП «СВЧ технологии»: Наблюдательного, Научно-технического и Экспертного советов, а также Правления. Назначены руководители секций НТС.

[image: image2.png]VICIIOTHHUTENBHBIN OpraH
(IIpaBnenue)

Tpencenarens: Koynes
AjexcaHap MuxaiitoBuy

HayHo-TexHIe CKuit
Coser

Ipencenarens: Maibles

G Tletp I1aBnoBmy

YTIpaBIIEHHS
TII "CBY HaGmonarensubit CoeT

"
TEXHOIOTHH IIpencenarens: KpureHko
Mixan MBaHOBHY

OkcrepTHEIH CoBeT

Ipencenarens: boprcos
AJtexcaHAp AHATOIbEBHY

Cexis IO BOIPOCaM pa3paGoTKH
CrparernuecKoi IIporpaMmMebI
HCCITEIOBAHIH

Cexiis IO OGIIMM BOIIPOCAM
Pa3BHTHS HOPMAaTHBHO-TIPABOBOH
6235l M OLEHKH 5} )EKTHBHOCTH
HMHHOBAIMOHHBIX ITPOrPaMM

Cexiis IO BOIIPOcaM
uH(pOpMarH3aImH fesTensHocTH TII
"CBY rexHonoruu"

CeKIs 110 BOIPOCaM PaCCMOTPEHHS H
COIIACOBAHFIS IIPOrPaMM Hay4HO-
TEXHMYECKOTO PA3BHTHS YYaCTHHKOB
TII "CBY rexHomoruu”





Рисунок 1 - Организационное оформление ТП «СВЧ технологии»

Инициаторами ТП «СВЧ технологии» являются АО «ОПЗ им. Козицкого», ИСВЧПЭ РАН, АО «Концерн «Орион» и АО «Росэлектроника». 

30 октября 2014 года состоялось внеочередное собрание участников ТП «СВЧ технологии» по результатам которого утвержден состав ОУ по предложениям участников ТП «СВЧ технологии» (представлен в таблицах 2-5). 

Таблица 2 - Состав Экспертного Совета (ЭС) 

	№ п/п
	Должность в совете
	Фамилия, имя, отчество
	Организация / предприятие

	1
	Председатель
	Борисов Александр Анатольевич
	АО «НПП «Исток» им. Шокина»

	2
	Заместитель председателя
	Брыкин Арсений Валерьевич
	АО «Росэлектроника»

	3
	Член ЭС
	Федоров Юрий Владимирович
	ИСВЧПЭ РАН

	4
	Член ЭС
	Миннебаев Вадим Минхатович
	АО «НПП «Пульсар»

	5
	Член ЭС
	Непомнящий Александр Маркович
	ЗАО «Завод им. Козицкого»

	6
	Член ЭС
	Морев Сергей Павлович
	АО «НПП «Торий»

	7
	Член ЭС
	Вьюгинов Владимир Николаевич
	ЗАО «Светлана-Электронприбор»

	8
	Член ЭС
	Роговин Владимир Игоревич
	АО «НПП «Алмаз»

	9
	Член ЭС
	Алтухов Андрей Александрович
	АО «ЦНИТИ «Техномаш»

	
	Ответственный секретарь
	Старцев Сергей Анатольевич
	АО «Росэлектроника»


Таблица 3 - Состав Наблюдательного совета (НС) 

	№ п/п
	Должность в совете
	Фамилия, имя, отчество
	Организация / предприятие

	1
	Председатель
	Критенко Михаил Иванович
	Государственная корпорация «Ростех»

	2
	Заместитель председателя
	Кочнев Александр Михайлович
	АО «Росэлектроника»

	3
	Заместитель председателя
	Мальцев Петр Павлович
	ИСВЧПЭ РАН

	4
	Член НС
	Воронцов Леонид Викторович
	АО «Концерн радиостроения «ВЕГА»

	5
	Член НС
	Бушуев Николай Александрович
	АО «НПП «Алмаз»

	6
	Член НС
	Груздов Владимир Владимирович
	ОАО «НПП «Пульсар»

	7
	Член НС
	Борисов Александр Анатольевич
	АО «НПП «Исток» им. Шокина»

	
	Секретарь Совета
	Старцев Сергей Анатольевич
	АО «Росэлектроника»


Таблица 4 - Состав Научно-технического совета (НТС)

	№ п/п
	Должность в совете
	Фамилия, имя, отчество
	Организация / предприятие

	1
	Председатель
	Мальцев Петр Павлович
	ИСВЧПЭ РАН

	2
	Заместитель председателя НТС
	Комаров Александр Сергеевич
	АО «Росэлектроника»

	3
	Заместитель председателя НТС
	Щербаков Сергей Владиленович
	АО «НПП «Исток» им. Шокина»

	4
	Член НТС
	Гуляев Юрий Васильевич
	ИРЭ РАН им. В.А. Котельникова

	5
	Член НТС
	Кудряшов Валерий Павлович
	АО «НПП «Алмаз»

	6
	Член НТС
	Мещанов Валерий Петрович
	АО «ЦНИИИА»

	7
	Член НТС
	Дмитриев Виктор Анатольевич
	ЗАО «НПП «Планета-Аргалл»

	8
	Член НТС
	Рассадовский Вячеслав Александрович
	АО «НПП «Салют»

	9
	Член НТС
	Дворцов Александр Петрович
	АО «НПП «Контакт»

	10
	Член НТС
	Шахов Павел Николаевич
	АО «Завод «Метеор»

	11
	Член НТС
	Морев Сергей Павлович
	АО «НПП «Торий»

	12
	Член НТС
	Тихомиров Николай Михайлович
	АО «Концерн «Созвездие»

	13
	Член НТС
	Колковский Юрий Владимирович
	АО «НПП «Пульсар»

	14
	Член НТС
	Пазинич Леонид Михайлович
	АО «ГЗ «Пульсар»

	15
	Ученый секретарь
	Старцев Сергей Анатольевич
	АО «Росэлектроника»


Таблица 5 - Состав Правления

	№ п/п
	Должность в Правлении
	Фамилия, имя, отчество
	Организация / предприятие

	1
	Председатель
	Кочнев Александр Михайлович
	АО «Росэлектроника»

	2
	Заместитель председателя
	Борисов Александр Анатольевич
	АО «НПП «Исток» им. Шокина»

	3
	Заместитель председателя
	Мальцев Петр Павлович
	ИСВЧПЭ РАН

	4
	Член Правления
	Гуляев Юрий Васильевич
	ИРЭ РАН

	5
	Член Правления
	Гладков Никита Юрьевич
	АО «Светлана»

	6
	Член Правления
	Креницкий Александр Павлович
	АО «ЦНИИИА»

	7
	Член Правления
	Бушуев Александр Николаевич
	АО «НПП «Алмаз»

	8
	Член Правления
	Гайнанов Булат Шафигуллович
	АО «НПП «Контакт»

	9
	Член Правления
	Груздов Владимир Владимирович
	АО «НПП «Пульсар»

	10
	Член Правления
	Буробин Валерий Анатольевич
	АО «ГЗ Пульсар»

	11
	Член Правления
	Чудин Виктор Геннадьевич
	АО «НПП «Торий»

	
	Секретарь Правления
	Старцев Сергей Анатольевич
	АО «Росэлектроника»


Краткая справка
В настоящий момент ТП «СВЧ технологии» представляет собой добровольную, самофинансируемую, самоуправляемую структуру в форме консорциума (союза, «закрытого клуба» для дискуссий), объединяющего организаций любых форм собственности, государственные учреждения, профессиональные объединения, ассоциации, творческие союзы и отдельных исследователей из России, присоединившихся к «Соглашению о создании и основных принципах деятельности ТП «СВЧ технологии»; управляется лидерами СВЧ индустрии, признанными основными действующими организациями в повышении конкурентоспособности российских товаров и услуг на мировом рынке, модернизации экономики, скорейшего перевода России на инновационный путь развития. Под консорциумом подразумевается коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок, совершенствование нормативно-правовой базы в области научно-технологического и инновационного развития. 

ТП «СВЧ технологии» является формой реализации института частно-государственного партнерства и инструментом осуществления научно-технической и инновационной политики и реализации долгосрочного приоритетного направления в масштабах данного сектора на основе общего прогноза, формируемого основными заинтересованными сторонами и сфокусированный на объединение усилий науки и бизнеса на всем протяжении цикла разработки и производства перспективной инновационной продукции. Платформа призвана объединить усилия научных, производственных и образовательных учреждений (организаций, коллективов) России, деятельность которых связана с разработкой, изготовлением, исследованиями, подготовкой кадров и др. в отраслях, относящихся к СВЧ тематике. 

Процесс создания специализированной организации (зарегистрированной государственными органами в виде юридического лица в форме некоммерческого партнерства) еще не завершен и запланирован на 2017 год. 

Деятельность ТП «СВЧ технологии» регламентирована ее Уставом. 

Основными задачами деятельности платформы являются координация работы научных, учебных, проектных и бизнес-ресурсов для выполнения важнейших проектов и их промышленной реализации; выработка приоритетных направлений развития отрасли на основе профессионального анализа ситуации в России и в мире; обеспечение разработки предложений по совершенствованию регулирования в научно-технологической и инновационной сфере; повышения эффективности инвестиций в исследования и разработки, через ускорение инноваций и снижение барьеров на пути развития и внедрения новых технологий. Результаты деятельности ТП могут быть учтены при планировании и реализации мер государственной поддержки, направленных на обеспечение социально-экономического развития.
2.2. Создание интернет-портала технологической платформы и участие в работе федерального интернет-портала, посвященного деятельности технологических платформ
Размещение информации о ТП «СВЧ технологии» осуществляется на официальном сайте ее организации-инициатора - ИСВЧПЭ РАН, в разделе «Технологическая платформа «СВЧ технологии» - http://new.isvch.ru/tp/.

На данном сайте размещается следующая информация: 

1 основная информация о ТП «СВЧ технологии», цели создания, задачи, перспективные направления развития;

2 список участников;

3 анонсы мероприятий, проводимых организациями-участницами ТП «СВЧ технологии», и их итоги;

4 новостной раздел, с информацией о выставках и наградах;
5 информация о поддержке проектов;
6 документы ТП «СВЧ технологии»:

6.1  Организационные документы:

6.1.1 Положение об Общем собрании Участников Соглашения о создании и основных принципах деятельности технологической платформы «СВЧ технологии».
6.1.2 Соглашение о создании и основных принципах деятельности технологической платформы «СВЧ технологии».
6.1.3 Форма заявления о присоединении к технологической платформе «СВЧ технологии».
6.1.4 Положения о Наблюдательном, Экспертном, Научно-техническом советах технологической платформы «СВЧ технологии». 
6.1.5 Положение о Правлении технологической платформы «СВЧ технологии».

6.2 Состав руководящих и рабочих органов:

6.2.1 Составы Наблюдательного, Экспертного, Научно-технического советов ТП «СВЧ технологии».
6.2.2 Состав Правления ТП «СВЧ технологии».

6.3  Стратегические документы:

6.3.1 Стратегическая программа исследований ТП «СВЧ технологии».

6.3.2 Справка «О деятельности технологической платформы «СВЧ технологии».

6.4  Отчетность:
6.4.1 Ежегодные отчеты о выполнении проекта реализации технологической платформы за 2011-2016 гг.
6.4.2 План действий на следующий календарный год (на 2017 г.).

7 информация о поддержке проектов.
В 2016 г. разработан «Порядок проведения экспертизы проектов технологической платформой «СВЧ технологии».
Технологической платформой «СВЧ технологии» ежегодно проводится сбор предложений по формированию тематик, объемам финансирования и срокам выполнения работ и проектов по правилам предоставления субсидий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы» и Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы». 

В ТП «СВЧ технологии» документы по проекту представляются в соответствии с Анкетой заявки.

Все поступающие проекты рассматриваются экспертами ТП «СВЧ технологии», назначаемыми в соответствии с тематикой проекта, и результаты представляются по форме, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Процедура экспертизы представлена на рисунке 2.
Проекты для экспертизы необходимо направлять по следующим адресам электронной почты: iuhfseras2010@yandex.ru и avskurihin@ruselectronics.ru. 
Соответствие проекта направлению Стратегической программы исследований (СПИ) должно быть подтверждено путем представления в составе заявки на участие в конкурсе письма органа управления ТП «СВЧ технологии» с решением о поддержке проекта. 

На официальном сайте ТП «СВЧ технологии» в информационной-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://new.isvch.ru/tp/ размещается информация о поддержанном проекте с указанием: 

· уникального системного номера заявки на участие в конкурсе;

· темы проекта;

· организационно-правовой формы и полного наименования организации-участника конкурса.
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Рисунок 2 - Процедура экспертизы проекта
Анкета заявки

1. Тема проекта

2. Уникальный системный номер заявки 

3. Полное наименование участника конкурса (заявителя)

4. Полное наименование индустриального партнера(ов)

5. Приоритетное направление

6. Краткая оценка уровня решаемых задач и их значимости для развития отрасли и экономики страны в целом (2-3 фразы)

7. Краткая оценка перспектив дальнейшего использования полученных результатов и коммерциализации (2-3 фразы)

8. Объемы запрашиваемого бюджетного финансирования и софинансирования по годам:
	
	Субсидия (бюджет)

млн. руб.
	Софинансирование (внебюджет)

млн. руб.

	
	
	Участник конкурса
	Индустриальный партнер

	2016
	
	
	

	2017
	
	
	

	2018
	
	
	

	Итого
	
	
	


9. Контакты ответственного исполнителя - тел., email
10. К анкете заявки необходимо приложить проект Пояснительной записки (в формате *.doc или *.pdf)
Проекты, поддержанные ТП «СВЧ технологии» в 2016 году для конкурсов, проведенных Минобрнауки России, приведены в приложении 4.
Сведения о временном администраторе раздела портала, посвященного технологической платформе
Таблица 6

	1
	ФИО полностью
	Скурихин Андрей Владимирович

	2
	Должность, занимаемая в организации
	Ведущий специалист научно-технического управления департамента технологического развития организации-координатора АО «Росэлектроника»

	3
	Контактный телефон
	8 (495) 777-42-82 доб. 10196, 

8 (985) 119-79-38

	4
	Адрес электронной почты
	avskurihin@ruselectronics.ru 


Раздел 3. Разработка стратегической программы исследований

На совместном заседании Правления и Бюро Научно-технического совета ТП «СВЧ технологии» (Протокол № 1/2011 от 03.10.2011) создана рабочая группа по разработке проекта стратегической программы исследований и разработок (СПИ) в области развития технологий СВЧ и КВЧ диапазонов радиочастот и информационно-телекоммуникационных технологий на период до 2025 года. 
В соответствии с намеченными мероприятиями подготовлен план работ по разработке СПИ и обобщены предложения от инициаторов и участников ТП «СВЧ технологии» по проведению научных исследований для включения в проект СПИ ТП «СВЧ технологии», который рассматривался на двух совместных заседаниях Правления и Бюро НТС ТП «СВЧ технологии» (27.01.2012 и 19.04.2012) и на рабочем совещании (23.08.2012) с участием членов Правления и Бюро НТС ТП «СВЧ технологии». 

На заседании Наблюдательного совета ТП «СВЧ технологии» 17.12.2012 утверждена СПИ ТП «СВЧ технологии», в которой определены перспективные направления исследований и разработок в области современных СВЧ компонентов и систем, а также новых материалов для СВЧ элементов. Компаниям-участницам направлялись предложения ТП «СВЧ технологии» по взаимодействию и сотрудничеству в рамках разработки СПИ, а после утверждения СПИ поступали предложения по сотрудничеству при ее реализации. 

В течение 2013-2016 гг. для актуализации СПИ Экспертным советом ТП «СВЧ технологии» анализировались и обобщались поступающие предложения в СПИ от организаций-участниц ТП «СВЧ технологии» по директивным срокам поручений организации-координатора. 

Кроме того, были проанализированы и обобщены результаты комплексных целевых программ развития СВЧ электроники гражданского (общепромышленного) применения, достигнутый к настоящему времени и планируемый на программный период технический уровень изделий отечественной СВЧ электроники и научно-технический и производственно-технологический уровень отечественных предприятий и организаций СВЧ подотрасли, как входящих в холдинг АО «Росэлектроника», так и являющихся его стратегическими партнерами (в первую очередь, это организации Российской академии наук и предприятия, разрабатывающие и серийно производящие СВЧ устройства и компоненты). 
Также были использованы сведения о достигнутом к настоящему времени и планируемом на программный период техническом уровне отечественных высокоскоростных и телекоммуникационных технологий, технологий создания средств связи и цифрового телевидения.
В настоящее время за разработку (актуализацию) СПИ ТП «СВЧ технологии» ответственна секция по соответствующим вопросам, председателем которой является Колковский Юрий Владимирович, заместитель генерального директора по научной работе АО «НПП «Пульсар», д.т.н., профессор, тел.: 8 (499) 369-05-33, адрес: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27.
С результатами разработки СПИ ТП «СВЧ технологии», утвержденной 31.07.2015 г., заинтересованным лицам и организациям можно ознакомиться на официальном сайте организации-инициатора платформы ИСВЧПЭ РАН, в разделе «Технологическая платформа «СВЧ технологии» - http://new.isvch.ru/tp/

.

Раздел 4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования
В рамках СПИ ТП «СВЧ технологии» осуществляется развитие научно-технической кооперации научных организаций, вузов и компаний в сфере исследований и разработок, внедрения их результатов в производство. Поэтому при подготовке настоящего документа учитывались отчеты организаций-участниц по тематике и объемам финансирования работ и проектов в сфере исследований и разработок стадии реализации, по которым привлекается бюджетное финансирование. Сведения о таких работах и проектах приведены в Приложении 3. При формировании направленности НИОКР организаций ТП «СВЧ технологии» учитывается, в первую очередь, перспектива создания конкурентоспособной продукции на фоне глобальных рынков. Для этой цели оценивается масштаб и потенциал ключевых глобальных игроков по каждому отдельному направлению.
В качестве механизма саморегулирования в ТП «СВЧ технологии» создан Экспертный совет (ЭС), председателем которого является Вьюгинов Владимир Николаевич, директор АО «Светлана-Электронприбор», к.ф.-м.н.). К функциям ЭС отнесены вопросы проведения экспертизы проектов, предлагаемых для реализации в рамках ТП «СВЧ технологии». Данный процесс регламентирован «Положением о порядке организации и проведения экспертизы проектов (работ) в рамках ТП «СВЧ технологии», которое размещено на сайте ИСВЧПЭ РАН http://new.isvch.ru/tp. Каждый год ЭС рассматриваются и отбираются заявки на следующий год для участия в конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) в рамках реализации мероприятий 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3, 4.1 федеральной целевой программы (ФЦП) «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы», входящей в государственную программу (ГП) «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы. В результате отбора ЭС ТП «СВЧ технологии» ежегодно поддерживаются свыше 30 проектов, включенных в СПИ ТП «СВЧ технологии.

Организации, входящие в состав ТП «СВЧ технологии», принимают участие в инициировании, разработке и согласовании технических регламентов и технологических стандартов (в т.ч. международных) в СВЧ индустрии.
В рамках создания и развития территориальных инновационных кластеров по тематике СВЧ исследований в холдинговой компании АО «Росэлектроника» планируется создание СВЧ кластеров в г. Фрязино Московской обл., в г. Москве и в г. Саратове.

В частности, разработана и реализуется концепция создания Технологического парка «Пульсар» во временном горизонте до 2020 года, в которой определяется его текущее положение, анализируются его сильные и слабые стороны, угрозы и риски развития, закрепляются долгосрочные цели в отрасли радиоэлектронной промышленности. В основу создания структуры Мультисистемного кластера акционерного общества «Научно-производственное объединение «Пульсар» (АО «НПП «Пульсар») предлагается организационно-экономическая модель современного управления бизнес-процессами, обеспечивающая  рентабельную деятельность кластера и эффективное функционирование производства новых видов изделий (от полупроводниковых материалов и приборов до сложных многофункциональных комплексированных систем) в едином жизненном цикле от прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок, создания высокоэффективных промышленных процессов и технологий до серийного производства и анализа результатов эксплуатации у потребителя,  функционирующая в едином финансово-экономическом пространстве.

В рамках разработанной концепции создания Технопарка «Пульсар», утвержденной АО «Росэлектроника» и согласованной с Государственной Корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции (ГК) «Ростех» (учреждена № 270-ФЗ от 23.11.2007), подготовлен, согласован и реализуется инвестиционный проект «Модернизация и концентрация производств АО «ГЗ «Пульсар», АО «Оптрон», ОАО «ОКБ «МЭЛЗ», АО «ЦКБ РМ» на единой промышленной площадке».

Проект направлен на повышение рентабельности и эффективного функционирования в едином производственном и финансово-экономическом пространстве АО «ГЗ «Пульсар», АО «Оптрон», ОАО «ОКБ «МЭЛЗ», АО «ЦКБ РМ», обеспечение расширения номенклатуры и доходности инновационной высокотехнологичной продукции и достижение современного мирового уровня промышленно-инновационного потенциала предприятий.
В рамках проекта запланированы к реализации и реализуются проекты технического перевооружения, направленные на обновление инновационной и производственной базы:

1. Техническое перевооружение действующего кристального производства.
2. Модернизация производственного комплекса высокопроизводительной сборки транзисторов, микросборок, модулей. 

3. Организация ОКБ разработки конструкций и технологий изделий электронной техники.
4. Модернизация производства корпусных изделий с применением современных экологически чистых материалов с высокой теплопроводностью.
5. Техническое перевооружение инструментального производства.
6. Техническое перевооружение производства светотехнической продукции.

 В результате реализации будет достигнута главная цель − обеспечение потребителей отечественными электронными твердотельными компонентами и многофункциональными комплексированными системами на их основе гражданского назначения. 

С целью регулирования вопросов участия отдельных предприятий в деятельности профильных техплатформ разрабатываются и внедряются с заделом создания базы инновационных проектов и расчета значения результативности процесса СМК внутренние нормативные правовые акты по улучшению процессом управления инновационной деятельностью.

В рамках работ по развитию научно-технологического прогнозирования по решению Правления ТП «СВЧ технологии» отдельные предприятия-участники осуществляют мониторинг публикаций (статей, монографий и др.) и сообщений зарубежных фирм, специализирующихся в разработке и выпуске современной ЭКБ. Кроме того, с целью непрерывного оперативного информационно-аналитического обеспечения разработчиков и потребителей ЭКБ и комплексированных систем на их основе о наилучших технологических достижениях ведущих мировых компаний в области исследования и производства изделий на многокомпонентных полупроводниках инициативно выпускается периодический информационный сборник «Широкозонные полупроводники. Обзор публикаций» и проводятся заседания, круглые столы и консультации по вопросам применения и возможного приобретения наилучших доступных зарубежных технологий.
4.1 Развитие научно-технической кооперации научных организаций, вузов и компаний в сфере исследований и разработок

С целью развития научно-технической кооперации научных организаций, вузов и малых и средних компаний в сфере исследований и разработок, внедрения результатов НИОКТР в производство на промышленных предприятиях в рамках договоров по индустриальному партнерству осуществляется коммерциализация результатов РИД, полученных при выполнении научных исследований.
Работы ведутся по договорам о софинансировании и дальнейшем использовании результатов прикладных научных исследований (ПНИ):

· по договору от 17.10.2014 №33/9-2014 по теме «Разработка конструктивно-технологических принципов создания однокристальных приемо-передающих модулей для современных широкополосных систем беспроводной связи и передачи информации в диапазоне частот 57-64 ГГц»

Сроки выполнения 2014-2016 (с 17.10.2014 по 30.06.2016).
https://xpir.ru/project/14-607-21-0087. Номер контракта ИСВЧПЭ с Минобрнауки России - 14-607-21-0087.

Сумма внебюджетных средств по договору 22,45 млн. руб.

· по договору от 16.10.2015 №340/2015У по теме «Разработка МИС однокристальных приемно-передающих модулей для диапазона частот 23-25 ГГц на основе нитрида галлия». ​
​    Сроки выполнения 2015-2017 (с 16.10.2015 по 31.12.2017):
https://xpir.ru/project/14-607-21-0124. Номер контракта ИСВЧПЭ с Минобрнауки России - 14-607-21-0124 

  Сумма внебюджетных средств по договору 19,5 млн. руб.
· в рамках диверсификации производства прорабатывался вопрос о совместном с ИСВЧПЭ РАН проекте «Программно-аппаратный комплекс для обеспечения активной безопасности автотранспорта на основе радарных датчиков миллиметрового и коротковолновой части сантиметрового диапазонов длин волн».
Для повышения эффективности коммерциализации результатов научно-технической деятельности осуществляются конкретные мероприятия по внедрению результатов НИОКР в производство, что позволяет повысить качество выпускаемой продукции при снижении ее себестоимости. Комплекс научно-технологических решений, полученных при реализации конкретных НИОКР, может применяться в производстве различных видов изделий электронной техники, в частности, в изделиях общегражданского назначения. Полученные в процессе реализации результаты интеллектуальной деятельности (РИД) будут использованы при разработке новых перспективных изделий и при выполнении последующих НИОКР. Регулярно проводимый технологический аудит
 позволяет своевременно выявлять и надлежащим образом оформлять результаты научно-технической деятельности, имеющие практическое применение и коммерческий потенциал.

В целях активизации работы по выводу на рынок инновационной продукции на предприятиях-участниках разработана и реализуется маркетинговая стратегия, включающая в себя:

· анализ стратегических альтернатив и постановку целей маркетинговой стратегии;
· исследование и оценка текущего состояния рынка;
· анализ конкурентов и оценка конкурентоспособности компании;
· сегментацию рынка и выбор целевых сегментов (исследование потребителей);
· разработка ассортиментной политики и позиционирования;

· прогноз развития рынков и технологий в секторах экономики текущего и перспективного присутствия данной организации.

В 2016 году участниками платформы осуществлялось взаимодействие:

· С ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности). 

· С Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).

Перечень комплексных проектов полного цикла, реализуемых несколькими участницами ТП «СВЧ технологии» и прикладных научно-исследовательских и экспериментальных работ (ПНИЭР), выполненных ИСВЧПЭ РАН в 2016 году, представлен в таблице 7.

Таблица 7

	Номер соглашения
	Тема работы
	Срок

	Соглашение №14.607.21.0011 от «5» июня 2014 г.
	Тема ПНИ: «Разработка базовой технологии создания МИС усилителей мощности и малошумящих усилителей на нитридных наногетероструктурах для приемо-передающих модулей на частоту 8-12 ГГц»
	Срок выполнения: 2014-2016 гг.

	Соглашение №14.604.21.0136 от «6» ноября 2014 г.
	Тема ПНИ: «Разработка конструкторско-технологических решений создания МИС усилителей мощности на широкозонных полупроводниках для современной радиоаппаратуры в поддиапазоне частот 42-46 ГГц»
	Срок выполнения: 2014-2016 гг.

	Соглашение №14.607.21.0087 от «24» ноября 2014 г.
	Тема ПНИ: «Разработка конструктивно-технологических принципов создания однокристальных приемо-передающих модулей для современных широкополосных систем беспроводной связи и передачи информации в диапазоне частот 57-64 ГГц»
	Срок выполнения: 2014-2016 гг.

	Соглашение №14.607.21.0124 от 27.10.2015
	Тема ПНИЭР: «Разработка МИС однокристальных приемо-передающих модулей для диапазона частот 23-25 ГГц на основе нитрида галлия»
	Срок выполнения: 2014-2016 гг.


В рамках утвержденной СПИ ТП «СВЧ технологии» за 2016 год НИУ «МИЭТ» в свете направлений развития компонентной базы СВЧ и изделия СВЧ техники выполнил НИР и ОКР на сумму свыше 100 млн. рублей. Было завершено 8 проектов и хоздоговорных работ, вновь начато 10.  При этом в области разработки и создания новой компонентной базы объем работ составил 60,0 млн. рублей. Основное внимание уделялось развитию технологии изготовления как отдельных транзисторов, так и монолитно-интегрированных схем (МИС) СВЧ диапазона на основе гетероструктур нитрида галлия. 
В рамках работ с ФТИ им. Иоффе по мероприятию 1.3 программы ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», выполнен проект «Разработка и исследование технологии изготовления мощных СВЧ транзисторов и МИС на основе AlInGaN наногетероструктур на подложках полуизолирующего карбида кремния диаметром до 100 мм». 
Целью работы является исследование особенностей проведения технологических операций изготовления СВЧ мощных транзисторов и МИС на гетероструктурах из GaN на SiC, разработка технологического маршрута, изготовление экспериментальных образцов.

В ходе выполнения НИОКР разработана и изготовлена цифровая микросхема драйвера-преобразователя уровней на основе гетероструктур нитрида галлия. Особенностью данной схемы являются высокие напряжения переключения - до минус 40 В при входных ТТЛ стандартных управляющих сигналах.  Изготовлена схема на основе технологии формирования НЕМТ транзисторов нитрида галлия с регулируемым напряжением отсечки и регулируемым током в канале транзистора. 
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Рисунок 3 – Драйвер преобразователь на основе гетероструктур GaN в схемотехническом (1) и интегральном (2) исполнениях
Проведены исследования особенностей проведения технологических операций изготовления СВЧ мощных транзисторов и МИС на гетероструктурах GaN на SiC, разработан технологический маршрут изготовления МИС, в том числе и для мощных приборов, изготовлены экспериментальные образцы СВЧ транзисторов. В научном направлении по технологии GaN, в рамках хоздоговорной работы «Изготовление лабораторных и опытных образцов транзисторов для применения в СВЧ усилителях мощности»,  были разработаны тестовые элементы для оперативного контроля качества гетероструктуры и качества выполнения технологических процессов, разработана технология электронной литографии на пластинах GaN диаметром 76 мм с длиной затвора 0,25 мкм, изготовлены лабораторные образцы СВЧ транзисторов на GaN и исследованы их параметры, получены транзисторы с удельной мощностью 3,5 Вт/мм на частоте 3 ГГц.

По направлению разработки электронной компонентной базы СВЧ на основе наногетероструктур GaAs в 2016 году по мероприятию 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» открыт проект по проведению ПНИ и разработок, направленных на создание продукции и технологий, по теме «Исследование и разработка конструкций и технологий гетеробиполярных транзисторов на основе гетероструктур арсенида галлия, необходимых для монолитных схем СВЧ-генераторов с ультранизкими фазовыми шумами коротковолновой части сантиметрового диапазона».

Работа направлена на разработку ростовых и постростовых технологий для изготовления тестовых модулей на основе гетеробиполярных структур с целью определения возможности изготовления гетеробиполярных транзисторов (ГБТ) и СВЧ-генераторов на их основе.  ГБТ (или по зарубежной классификации HBT) обладают более, чем на порядок более низкими избыточными НЧ токовыми шумами по сравнению с полевыми транзисторами и в силу этого являются наилучшими активными элементами генераторов всех классов в коротковолновой области СВЧ. Создание в РФ технологий и конструкций ГБТ в коротковолновой области СВЧ позволит на 10-20 дБ снизить уровень фазовых шумов отечественных генераторов в диапазоне частот 4-12 ГГц. 

В рамках выполнения данной работы отработана технология роста наногетероструктур на основе GaAs, необходимых для указанных выше транзисторов. Разработана конструкция гибридно-монолитной схемы универсального генераторного элемента, необходимого при конструировании опорных генераторов и генераторов, управляемых напряжением диапазона частот 4-12 ГГц.

С целью создания перспективных резонансно-туннельных наногетероструктур на основе GaAs для терагерцовых полупроводниковых приемников высокого быстродействия для современных телекоммуникационных систем и других приложений исследованы и разработаны конструктивно-технологические методы изготовления наногетероструктурных детекторных элементов на основе GaAs с пикосекундным быстродействием.

В ходе выполнения проекта «Исследование и разработка физических основ приемников терагерцового излучения на основе резонансно-туннельных структур соединений A3B5», в рамках приближения баллистического переноса носителей в резонансно туннельных структурах (РТС) исследовано явление детектирования высокочастотного излучения. 
Изменение тока в структуре под действием переменного электрического поля вычисляется на основе численного решения нестационарного уравнения Шредингера в периодическом по времени поле. Для нахождения установившегося решения использован метод разложения решения по модам Флоке, свободный от ограничений как по амплитуде, так и по частоте. Проведена оптимизация параметров РТС с целью получения максимального изменении постоянной составляющей тока под действием высокочастотного сигнала. Расчеты проведены для РТС на основе гетеросистем In0,53Ga0,47As/AlAs и GaAs/AlAs. Основное внимание уделено исследованию режима работы детекторов без внешнего смещения (zero biased detector). Главной особенностью трехбарьерных РТС является резонансное увеличение постоянной составляющей тока, когда частота воздействия удовлетворяет соотношению. Превышение I0 по сравнению с полученным в низкочастотном пределе может более чем на порядок. Для квантовых ям с ширинами порядка 100 Å резонансная частота лежит в терагерцевой области. Ширина резонанса в (I0(() может варьироваться за счет изменения ширин барьеров. Приложение к структуре постоянного смещения позволяет плавно изменять резонансную частоту.

В рамках выполнения работ с индустриальным партнером (ИП) НИУ «МИЭТ» проведена адаптация конструкции и технологии цифровой схемы управления (драйвера) для изготовления управляющих устройств фазовращателей, аттенюаторов с интегрированным в едином технологическом цикле на Пилотной линии № 1 ИП. Проведены разработка и компьютерное моделирование вариантов электрических схем и топологий арсенид галлиевых интегрированных драйверов, оптимизированных для условий серийного производства для использования в составе комплекта монолитных управляющих устройств. Разработаны четыре варианта электрических схем и топологий макета драйвера. В рамках реализации проекта проведена адаптация конструкции и технологии драйвера для изготовления управляющих устройств с интегрированным драйвером в едином технологическом цикле на Пилотной линии № 1 ИП.  Разработаны: 

· на основе гетероструктур GaAs микросхема шестиразрядного драйвера-преобразователя уровней со следующими характеристиками:
	Время переключения
	20 нс

	Мощность
	30 мВт

	Напряжение питания
	– 5 В

	Напряжение входных логических уровней
	ТТЛ

	Напряжение выходных логических уровней
	0 / – 3,5 В

	Разрядность
	6


· конструкторская и технологическая документации в объеме, необходимом для интеграции драйверов в СВЧ управляющие схемы ИП.

· разработаны и изготовлены комплекты так называемого «core-chip», содержащего драйвер и схемы аттенюаторов, фазовращателей, линий задержки на частоту 10-12 ГГц.
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Рисунок 4 – Топология шестиразрядного драйвера-преобразователя уровней на основе гетероструктур GaAs
Технологи МИЭТ приняли участие в постановке вышеуказанной технологии управляющих устройств с интегрированным драйвером на производственной базе ИП.

В рамках привлечения к реализации программы инновационного развития (ПИР) АО «ЦКБА» в 2016 г. отделом антенн и СВЧ устройств, научно-инновационным отделом, отделом главного конструктора ПРГС запущено научно-исследовательской работы по проектированию на основе математического моделирования типовых решений для пассивных пеленгационных систем на основе конформных антенных решеток.

В рамках выполнения НИР:

· завершена составная часть НИР «Ласточка»;
· на 75 % завершена СЧ НИР с условным названием «Альтернатива»;
· изготовлена и рассчитана электромагнитная модель конформной антенной системы с обтекателем и платформой на бугеле;
· разработано ПО для определения функции максимума пеленгационного рельефа (программа «Рельеф»), для моделирования работы алгоритмов и сбора статистики ошибок пеленгатора (тестируется);
· проведена отработка термодинамической модели перспективного изделия 810 на возможность применения в жестких, завышенных температурных условиях эксплуатации (отработаны несколько вариантов широкополосных малогабаритных антенн).

С 2016 года на предприятии производится разработка и внедрение технологии изготовления прецизионных микрополосковых плат, технологии формирования пассивных СВЧ компонентов на полупроводниковых пластинах, конструкторско-технологического решения создания прецизионных термостабильных тонкопленочных СВЧ микроплат с встроенными емкостными элементами (ответственный - отдел микроэлектроники АО «ЦКБА»).

Выполненные работы:

a) технология изготовления СВЧ модулей на основе низкотемпературной многослойной керамики (LTCC-модулей). Работы выполнены в соответствии с Планом-графиком № 432/пр. от 28.04.2016. Произведена конструкторско-технологическая проработка создания СВЧ модулей на основе низкотемпературной многослойной керамики (LTCC-модулей). Приобретены материалы, заказаны и изготовлены по кооперации LTCC-модули. Произведены измерения параметров и испытания LTCC-модулей. Результаты испытаний положительные. Конструкторско-технологическое решение, опробованное в рамках работы, планируется к применению в перспективных НИОКР в 2018 - 2020 гг.;
b) технология создания многофункциональных сверхширокополосных цифровых приемных модулей (ПМ) СВЧ диапазона типа «система в корпусе» (СвК) на основе МИС и LTCC. Работы выполнялись в соответствии с Планом-графиком № 433/пр. от 29.04.2016г. Произведены конструкторско-технологическая проработка и моделирование широкополосного фильтра 300_150 в четырех исполнениях на основе LTCC. Разработана эскизная документация (ЭД). Изготовлены комплект фотошаблонов и 5 опытных образцов фильтра 300_150. Произведена коррекция ЭД для новой итерации фильтра, изготовлены две партии фильтров на двух предприятиях по кооперации. Произведены измерения параметров и испытания модулей. Результаты испытаний положительные. Конструкторско-технологическое решение, опробованное в рамках работы, планируется к применению в перспективных НИОКР в 2018 - 2020 гг.;
c) технология создания СВЧ МИС на арсениде галлия и нитриде галлия. Работы выполнялись в соответствии с Планами-графиками №№ 430/пр., 431/пр. от 28.04.2016г. Произведена конструкторско-технологическая проработка формирования пассивных элементов, разработаны топологии комплектов фотошаблонов. Изготовлены опытные партии плат с пассивными элементами МИС. Проведены измерения параметров и испытания пассивных элементов МИС. Результаты испытаний положительные. Конструкторско-технологическое решение, опробованное в рамках работы, планируется к применению в перспективных НИОКР в 2018 - 2020 гг.;
d) разработан и внедрен технологический процесс изготовления плат емкостных элементов на основе керамики В 100 01.01200.00108, акт внедрения №35/2-16 от 01.04.2016. По этой технологии изготовлено в 2016 году более 8000 штук плат конденсаторов, использованных при изготовлении опытных образцов МЭУ.
Развитие СВЧ SiGe направления на 2017 г. предусматривает следующие мероприятия:

· создание методологии проектирования СВЧ SiGe монолитных ИС для диапазона частот до 25 ГГц (схемотехника СФ-блоков, моделирование и др.);
· изучение новых направлений народнохозяйственной аппаратуры с целью создания для них многофункциональных специализированных СБИС в том числе и типа «система в кристалле» (радиостанции, навигация, WiFi и др.);
· проведение ряда ОКР;

· развитие направления СВЧ SiGe монолитных микросхем в части увеличения частотного диапазона (до 14 ГГц), расширения функциональных возможностей ряда направлений СВЧ МИС, для которых использование SiGe монолитной технологии особенно перспективно (в частности программируемые генераторы, синтезаторы частот, квадратурные модуляторы, демодуляторы).
В 2016 году в ФГУП «СНИИМ» завершились работы по совершенствованию государственных первичных эталонов (ГПЭ) единиц величин, выполняемых в соответствии с положениями «Федерального закона об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008:

· ГПЭ единицы поверхностной плотности теплового потока           ГЭТ 172-2008;
· ГПЭ единиц относительных диэлектрической и магнитной проницаемостей в диапазоне частот от 1 МГц до 18 ГГц ГЭТ 174-2009.
Метрологические характеристики усовершенствованного эталона ГЭТ 172-2008 позволяют обеспечить единство измерений в стране с наивысшими показателями точности в области воспроизведении и передачи единицы поверхностной плотности теплового потока - главной физической величины, определяющей интенсивность процесса теплообмена меду объектами.

Усовершенствованный эталон ГЭТ 174-2009 имеет расширенный функционал за счет реализации возможности измерения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь анизотропных материалов.

В 2016 году в АО «УПКБ «Деталь»:

1 Произведены изготовление и настройка образцов усилителя мощности, малошумящих усилителей и переключателей, реализованных на основе разработанных предприятием СВЧ МИС. Проведены типовые испытания изделия, в котором использованы указанные СВЧ МИС.
2 Проведена работа по разработке СВЧ МИС, таких как: цифровой широкополосный аттенюатор, двойной балансный смеситель С-диапазона, четырехканальный широкополосный переключатель.
Совместно с ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» и ОАО «ПТЦ «УралАлмазИнвест» были подготовлены предложения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в рамках подготовки и последующего выполнения совместного проекта по конкурсу трехлетних ПНИ, направленных на создание продукции и технологий, по приоритетному направлению «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» в рамках мероприятия 1.2 «Разработка экспериментальных образцов твердотельных устройств на основе алмазных полупроводниковых эпитаксиальных структур».

В 2016 г. совместно с предприятиями сферы малого и среднего бизнеса, осуществлялись мероприятия по научно-техническому взаимодействию и инновационному развитию в части разработки и освоению технологий и образцов устройств на основе широкозонных и алмазных материалов для создания перспективной СВЧ ЭКБ и твердотельной СВЧ-электроники.
В 2016 году АО «НПП «ФАЗА» выполняло ОКР «Создание нового класса микровакуумных многоленточных усилительных клистронов в сантиметровом и миллиметровом диапазоне длин волн для применения в радиолокационных системах самого различного назначения, в том числе с суммированием мощности в едином канале либо в пространстве (в АФАР)» в интересах группы предприятий по производству СВЧ техники назначения по разработке и изготовлению экспериментального образца комплексированного устройства в 2-сантиметровом диапазоне длин волн, в состав которого входит микровакуумный многоленточный усилительный клистрон. В течение выполнения этапа работ разработаны программы расчета сверхтонких многоленточных пучков и электронно-оптической системы микровакуумного клистрона, конструкторская и технологическая документация, изготовлен макетный образец клистрона.
В 2016 году в ИФП СО РАН была продемонстрирована возможность получения нормально-закрытого транзистора (Е-HEMT) на основе AlN/GaN ГЭС, пассивированных пленкой SiN по в камере роста сразу после выращивания гетероструктур методом МЛЭ со сверхтонким барьером. Е-HEMT получились за счет конструкции ГЭС, обеспечившей необходимую близость канала транзистора к затвору. Крутизна Е-HEMT с шириной затвора 200 мкм составила 350 мСм/мм, пробивное напряжение - 60 В. Определена граничная частота усиления по току fт~13 ГГц. Показано практическое отсутствие токового коллапса транзистора, которое, возможно, связано с успешной пассивацией медленных поверхностных состояний слоем нитрида кремния.

В рамках ФЦП по линии Минпромторга проходит согласование концепция «Разработка промышленной технологии создания СВЧ и цифровой элементной базы для высокопотенциальных цифровых фазированных антенных решеток нового поколения и перспективных средств связи в мм-диапазоне» (совместно с Республикой Беларусь).

В рамках ФЦП по линии Минобрнауки - «Разработка технологии проектирования СВЧ интегральных микросхем диапазона 4-18 ГГц, сокращающие сроки разработки и обеспечивающие производство мелкосерийного производства широкой номенклатуры по ценам, близким к серийному производству».
Под эгидой координатора ТП «СВЧ технологии» завершено 9 ОКР, связанных с выпуском гражданской продукции и относящихся к предметной тематике СПИ. В рамках программы, связанной с химической и биологической безопасностью России, выполнялась одна ОКР, а в рамках программы по развитию глобальной системы позиционирования - две ОКР. По договорам с аппаратурными предприятиями – 186 НИОКР. 
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Рисунок 5 – Центры производства (2,5,8), сертификации (1,3,7) и контроля (4,6).

По научно-технической программе Союзного государства «Перспективные полупроводниковые гетероструктуры и приборы на их основе» выполняется одна ОКР, нацеленная на создание критических материалов СВЧ электроники. Инициативно предприятиями координатора ТП «СВЧ технологии» выполнялось 137 НИОКР, а всего в 2016 году завершены 52 ОКР. 

Результаты завершенных ОКР ежегодно оформляются в альбомы (каталоги) ЭКБ, приборов и устройств, в т.ч. по СВЧ тематике. Типы изделий ЭКБ, разработанные в результате выполнения ОКР, включаются в перечень ЭРИ, разрешенных Минпромторгом РФ к применению при разработке (модернизации), производстве и эксплуатации СВЧ аппаратуры.

В 2016 году реализовывалось 14 инвестиционных проектов по строительству, техническому перевооружению и реконструкции по развитию СВЧ-направлений.

Основные и наиболее значимые результаты развития производственных мощностей предприятий АО «Росэлектроника» будут достигнуты после окончания реализации инвестиционных проектов и ввода их в эксплуатацию в 2017-2019 гг., а их эффективность можно будет оценить после выхода на расчетную мощность изготовления качественной и перспективной номенклатуры изделий вакуумной и полупроводниковой ЭКБ, а также радиоаппаратуры на их основе.
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Рисунок 6 – Применения СВЧ ЭКБ

В 2016 году в НИЯУ «МИФИ» с целью развития научно-технической кооперации научных организаций, вузов и компаний в сфере исследований и разработок, внедрения их результатов в производство были проведены следующие три работы, указанные в таблице 8.

Таблица 8
	Исполнители
	Информация о выполнении

(краткое описание выполненных работ и достигнутых результатов)

	НИЯУ МИФИ (г. Москва),

(ИФП СО РАН (г. Новосибирск), ОАО «ОКБ-Планета»)
	Разработана технология формирования гетероэпитаксиальных структур нитридов галлия и алюминия с величиной подвижности носителей заряда 2DEG ~ 1780 см2/В×с и ~ 2420 см2/В×с на подложках кремния и карбида кремния соответственно.

Разработана технология формирования омического контакта к соединениям на основе нитрида галлия, позволяющая снизить величину удельного сопротивления контакта до значения 0,2 Ом×мм и менее, и величину удельного переходного сопротивления до значения 9.95×10-6 Ом×см2, что также соответствует лучшим мировым аналогам.
Разработана технология формирования нитридгаллиевых СВЧ транзисторов на основе гетероструктур AlGaN, имеющих коэффициент усиления по мощности 10 – 12 дБ в диапазоне частот 8 – 10 ГГц, а также технология формирования силовых транзисторов на основе гетероструктур AlGaN, обладающих значением напряжения пробоя от 370 до 400 В.

	НИЯУ МИФИ (г. Москва)

(БГУИР (г. Минск))
	Установлено, что использование теплораспределительного слоя на основе графенсодержащей пленки на рабочей поверхности СВЧ транзистора позволяет уменьшить температуру горячих точек в канале на 18 °С при использовании подложки карбида кремния и на 80 °С при использовании подложки сапфира. При этом тепловой распределитель, расположенный в области между затвором и стоком, более эффективно снижает электронную и решеточную температуры за счет отвода тепла от горячей точки. 
Установлено, что теплопроводность графенсодержащей пленки слабо зависит от размера зерна и варьируется от 100 до 1000 Вт/(м*К). Показано, что в наибольшей степени теплопроводность графенсодержащих пленок снижают анизотропные дефекты, расположенные перпендикулярно тепловому потоку. Анизотропные дефекты, расположенные параллельно тепловому потоку, влияют на коэффициент теплопроводности в гораздо меньшей степени.

	НИЯУ МИФИ (г. Москва)

(АО «ГЗ «Пульсар»)


	Разработана лабораторная технология планаризации поверхности материалов, применяемых в оптоэлектронике (кварцевое стекло, сапфир), до уровня шероховатости поверхности кварцевого стекла после обработки – не более 0,3 нм (до обработки более 1,2 нм) и сапфира – не более 0,2 нм (до обработки более 1,5 нм) методами ионно-кластерных пучковых технологий для разработки нового поколения приборов и устройств в различных отраслях промышленности.


Среди значимых достижений акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я Карпова» (АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова») за 2016 год можно выделить: 


· выигран конкурс «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований» Российского научного фонда по теме «Разработка физико-химических основ извлечения редких и редкоземельных металлов из нефтетитанового концентрата Ягерского месторождения»;

· начаты работы по проекту организации производства пожаробезопасных безгалогенных композиционных материалов электроизоляционного назначения», а также заключено соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «Наука и инновации», ООО «Импекс Электро» и АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» о реализации продукции проекта в полном объеме. Запуск промышленного производства - IV квартал 2016 года;

· выигран конкурс Минобрнауки по теме «Разработка и изготовление экспериментальных образцов блоков контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ при производстве гидроксида бериллия»;

· четыре проекта АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» получили третью премию Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа:

· «Использование низко- и среднепотенциального (сбросного) тепла вторичных энергоресурсов»;

· «Организация производства пожаробезопасных безгалогенных композиционных материалов электроизоляционного назначения»;

· «Применение бесштанговых волновых глубинных насосов при добыче нефти»;

· «Установка «Синтез-газ-бензин» утилизации попутного газа».
· Начаты работы по проекту «Организация производства автономных комплексов по водоочистке и водоподготовке контейнерного и/или блочно-модульного типа». Запуск производства комплексов - I квартал 2017 года.
Среди наиболее значимых проектов, реализуемыми АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» и его филиалами, можно выделить:

· Субсидия Минобрнауки РФ на выполнение ПНИ по проекту «Разработка новых научно-технических решений по безреагентной очистки воды с различной степенью загрязнения, в том числе при ликвидации чрезвычайных ситуаций и изготовление на их основе блочно-модульной автономной установки водоподготовки с автоматизированной системой управления и дистанционным контролем качества очищенной воды».
· Субсидия Минобрнауки РФ на выполнение ПНИ и разработок по проекту «Разработка и изготовление экспериментальных образцов блоков контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ при производстве гидроксида бериллия».
· Инвестиционные проекты по организации производства пожаробезопасных безгалогенных композиционных материалов электроизоляционного назначения и автономных комплексов по водоочистке и водоподготовке контейнерного и/или блочно-модульного типа.

4.2 Реализация перспективных проектов развития территориальных инновационных кластеров

АО «ГЗ «Пульсар» является управляющей организацией Технопарка «Пульсар». Основные направления деятельности Технопарка сосредоточены в области инновационных разработок и производства материалов для радиоэлектроники, микроэлектроники и оптоэлектроники, технологий и изделий в сфере энергоэффективности и энергосбережения, прорывных технологий наноэлектроники и фотоники для перспективных «интеллектуальных» микросистем.

В Технопарке возрастает эффективность использования интеллектуального ресурса и совершенствуется современный механизм продвижения на рынок наукоемкой продукции за счет конкурентных преимуществ, которыми в полной мере могут пользоваться резиденты:

· создание инновационной среды за счет повышения коммуникативности резидентов Технопарка;

· развитие центров коллективного пользования научным и производственным оборудованием и базовых научно-образовательных центров, и центров дуального образования.

В настоящее время в рамках реализации инвестиционных проектов создаются центры коллективного пользования (ЦКП):

•
ЦКП «Эпитаксия»;

•
ЦКП «Кристалл»;

•
ЦКП автоматизированной сборки ЭКБ;

•
ЦКП «Корпус»;

•
Центр коллективного пользования «Сетевые технологии в пользовательской электронике» 

•
Ведутся работы по организации Сертификационного испытательного центра.

Для повышения эффективности работы Технопарка и оптимизации деятельности по привлечению и оформлению статуса резидентов для предприятий, планируемых к вхождению в Технопарк, управляющая дирекция Технопарка вела в 2016 году и продолжает активное взаимодействие с Агентством инноваций города Москвы.

В целях концентрации производств на единой промышленной площадке предполагаемых резидентов Технопарка в 2016 году:

•
на промышленную площадку АО «ГЗ «Пульсар» были перемещены АО «ЦКБ РМ», ООО «Радиокерамика М» ‒ потенциальные резиденты Технопарка;

•
На площадку АО «ГЗ «Пульсар» перемещен предполагаемый резидент «АО «Аркус-Д»;

•
В III квартале 2016 г. разработан и в настоящее время реализуется проект по перемещению АО «Оптрон» на площадку АО «ГЗ «Пульсар»;

•
Инвестиционный проект «Модернизация и концентрация производства АО «ЦНИТИ «Техномаш» на промышленной площадке АО «ГЗ «Пульсар» находится в стадии уточнения.

•
Планируется создание ЗАО «НТС+» ‒ предполагаемого резидента по светодиодному направлению. В рамках этой деятельности проведены переговоры с Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Правительства Москвы об объемах заказов на поставку светодиодных светильников.

В настоящее время получено положительное решение о принятии Технопарка «Пульсар» в члены Международной ассоциации Технопарков.
Для повышения эффективности управленческой деятельности на АО «ГЗ «Пульсар» реализуется создание технологической платформы разработки и управления разработками и производством на основе современных IT технологий - внедрения «1С: ERP Управление предприятием 2.0», преимуществами которой являются:

· Автоматизация всех бизнес-процессов компании;
· Оптимизация затрат на производство и сбыт;
· Эффективное планирование и управление ресурсами;
· Прозрачная система бизнес-процессов;

· Быстрое изменение стратегии при изменении различных факторов.
Одной из важнейших задач на 2016 год, стоящей перед технологической платформой, является задача по формированию Национального центра СВЧ‑электроники, который должен объединить все передовые технологии и передовые предприятия, работающие в данной области, и осуществлять координацию всех работ под началом единого центра. Это позволит объединить усилия для создания научных разработок и прорывных технологий.

4.3 Разработка стратегических документов организаций-участниц ТП «СВЧ технологии»
В 2016 году участником ТП АО ЦНИТИ «Техномаш» были подготовлены и направлены предложения по тематике и объемам финансирования работ и проектов в сфере исследований и разработок в форме информационно-аналитической записки по разработке базовой (критической) промышленной технологий по материалам для создания СВЧ ЭКБ 
Разработана Стратегия и бизнес-план технического перевооружения ОАО «ТНПО «Саратовская электроника» с активными участниками ТП «СВЧ технологии» АО «НПП «Алмаз», АО «НПП «Контакт», АО «ЦНИИИА». 

В 2016 году актуализирована «Стратегия развития акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» на период до 2020 года». Данной стратегией закрепляются долгосрочные цели и положения предприятия в отрасли. Определяется текущее положение предприятия, анализируются его сильные и слабые стороны, угрозы и риски для развития. Стратегией запланировано техническое перевооружение с целью создания современного малотоннажного производства конструкционных материалов и сплавов для изделий полупроводниковой и электровакуумной СВЧ электроники, а также создания базового центра проектирования сложнофункциональных комплексированных СВЧ устройств.

Проект направлен на повышение рентабельности и эффективного функционирования обеспечение расширения номенклатуры и доходности инновационной высокотехнологичной СВЧ продукции и достижение современного мирового уровня промышленно-инновационного потенциала предприятия.
Реализация всех проектов позволит:

· заменить физически и морально устаревшее оборудование, закупленное в рамках первой пилотной линии в период 2002-2011 гг.;
· освоить производство многофункциональных МИС СВЧ в более высоком частотном диапазоне (до 100 ГГц);
· освоить производство МИС СВЧ на основе широкозонных полупроводниковых материалов и алмаза;
· обеспечить устойчивость производства за счет дооснащения инфраструктуры и резервирования основных единиц технологического оборудования.

Раздел 5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров

Организации-участницы ТП «СВЧ технологии» активно взаимодействуют с вузами в рамках создания базовых кафедр на предприятиях, выполнения НИОКР, созданию центров коллективного пользования лабораторным, испытательным и научно-исследовательским оборудованием. Успешно продолжают работу базовые кафедры:

1. «Физика полупроводников и оптоэлектроника», «Электроника твердого тела» и «Электроника» ННГУ им. Н.И. Лобачевского в ОАО «НПП «Салют» (г. Нижний Новгород).

2.  «Электронные приборы и устройства», «Радиоэлектроники и телекоммуникаций» по обучению студентов и магистров Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Ю.А. Гагарина в АО «НПП «Алмаз».

3. «Электроника и микроэлектроника» (кафедра № 137), «Конструирование СВЧ и цифровых радиоэлектронных средств» (кафедра № 143) филиала МИРЭА в г. Фрязино в АО «НПП «Исток» им. Шокина.

4. «Микро- и наноэлектроника» Саратовского государственного университета (СГУ) им. Н.Г. Чернышевского в АО «НПП «Контакт».

5. «Мощная импульсная электроника» НИЯУ «МИФИ», «СВЧ приборов и устройств» МИРЭА, «Вакуумная электроника» НИУ «МЭИ» в АО «НПП «Торий».

6. «Проектирование и технология радиоаппаратуры» НовГУ им. Я. Мудрого в АО «СКТБ РТ».

7. «Материалы и функциональные структуры информационных систем и СВЧ техники», «Твердотельная электроника» МИРЭА АО «ГЗ «Пульсар».

8. «Экономика интеллектуальной собственности» Финансового университета в АО «НПП «Пульсар».

9. «Кафедра конструирования и производства керамических изделий микроэлектроники» МарГУ в АО «ЗПП».

10. «Материалы и функциональные структуры информационных систем и СВЧ техники» (кафедра № 146) Института электроники МИРЭА (при участии АО «ГЗ «Пульсар») в АО «ЦНИТИ «Техномаш».

Базовая кафедра как интегрированная образовательная структура способствует совершенствованию образовательного процесса и профессиональной ориентации студентов, а также привлечению высококвалифицированных преподавателей–практиков в области создания современной электронной компонентной базы и комплексированных систем на ее основе, что придает процессу обучения конкретную практическую направленность. 
Планируется организация на ОАО «НПП «Салют» филиала кафедр «Аналитическая химия» и «Электроника» Нижегородского государственного университета, филиала ФГБУН «ИРЭ им. В.А. Котельникова» РАН в г. Саратов.

Проводится целевая подготовка студентов по договорам с предприятиями, производственная и преддипломные практики для студентов, а также система трудоустройства выпускников базовых кафедр.

Реализуются программы повышения квалификации и переподготовки инженерно-технических кадров предприятий. 
Организации-участники ТП «СВЧ технологии» привлекают ВУЗы и учреждения РАН к выполнению НИОКР, как в рамках ФЦП, так и по хозяйственным договорам.  
Одним из приоритетов является привлечение молодых специалистов за счет:

· расширения сотрудничества с ВУЗами;

· создания привлекательных рабочих мест;

· повышения заработной платы за счет увеличения производительности труда при внедрении новых производственных технологий.

Для реализации программ инновационного развития с привлечением ВУЗов целесообразно создание Научно-образовательных центров (НОЦ) на основе интеграции промышленных предприятий и образовательных учреждений для повышения качества подготовки молодых специалистов и специалистов высшей квалификации в области перспективных научных направлений. 
АО «ЦНИТИ «Техномаш» в 2016 г. продолжал совместные исследования в рамках научно-технической кооперации с научными организациями и вузами, в т.ч. такими, как Московским технологическим университетом, МИЭМ при НИУ «ВШЭ», МИРЭА в сфере исследований и разработок, внедрения их результатов в производство; по участию платформы в подготовке предложений по тематике и объемам финансирования работ и проектов в сфере исследований и разработок, по которым предполагается привлечение бюджетного софинансирования (в том числе в рамках ФЦП и ГП.

С СГТУ им. Ю.А. Гагарина и Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского заключены договоры о целевой подготовке специалистов в рамках Государственного плана. В настоящее время по договорам с предприятием обучаются и ежегодно проходят производственную практику 32 студента.
В АО «ГЗ «Пульсар» одним из приоритетов предприятия является привлечение молодых специалистов за счет:

· расширение производственной и преддипломной практики и дипломного проектирования студентов ВУЗов и колледжей;

· проведение НИОКР совместно с ВУЗами, в том числе, в рамках научно-образовательных центров, организованных на базе АО «ГЗ «Пульсар», НИЯУ «МИФИ» и МИРЭА;

В 2016 году продолжено привлечение молодых специалистов на предприятие за счет:

· расширения производственной и преддипломной практики и дипломного проектирования студентов ВУЗов и колледжей;
· проведения НИОКР совместно с ВУЗами, в том числе, в рамках научно-образовательных центров, организованных на базе АО «ГЗ «Пульсар», НИЯУ «МИФИ» и МИРЭА;
В настоящее время за счет средств предприятия проходят обучение в ВУЗах – 4 человека, в аспирантуре – 1 человек. Из 6 человек, окончивших ВУЗы в период 2011-2016 гг., все выпускники вернулись на предприятие. 

На базовой кафедре Института электроники МИРЭА «Материалы и функциональные структуры информационных систем и СВЧ техники», организованной при участии АО «ГЗ «Пульсар», ведется подготовка практико-ориентированных специалистов для предприятий акционерного общества «Российская электроника» и других заинтересованных организаций и ведомств.

Базовая кафедра как интегрированная образовательная структура способствует совершенствованию образовательного процесса и профессиональной ориентации студентов, а также привлечению высококвалифицированных преподавателей–практиков в области создания современной электронной компонентной базы и комплексированных систем на ее основе, что придает процессу обучения конкретную практическую направленность. 

С 2016 года проводится работа по созданию Образовательно-производственного центра дуального образования на базе интеграции Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20» и АО «Государственный завод «Пульсар». 

Центр создается с целью адресной подготовки специалистов среднего технического звена по согласованным основным и дополнительным образовательным программам для предприятий радиоэлектроники через проведение учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности непосредственно на базовом предприятии – АО «ГЗ «Пульсар».

Создание такого центра соответствует тезису о выстраивании современной системы среднего профессионального образования, высказанному Президентом РФ в Послании Федеральному собранию на 2017 год.

В настоящее время в НИЯУ «МИФИ» и НИУ «МЭИ» обучаются 19 сотрудников предприятия, 5 человек учатся в аспирантуре.

В рамках реализации целевой программы «Повышение инженерно-технических кадров на 2015-2016 гг.» совместно с Московским Технологическим университетом осуществляется обучение 15 сотрудников по программе: «Плазмохимические процессы в технологии производства интегральных схем», а также организована стажировка трех сотрудников по программе «Моделирование виртуальных лабораторий для наноиндустрии» (Договоры № ИК-П4 от 18.09.2015 и 334/2015У от 08.10.2015 соответственно).
В рамках Научно-образовательных центров:

· «Новые широкозонные полупроводники и электронные твердотельные компоненты на их основе» (АО «ГЗ «Пульсар» и НИЯУ «МИФИ») и
·  «Высокоэффективные и энергосберегающие микроэлектронные системы» (АО «ГЗ «Пульсар» и МИРЭА),
ведется планомерная работа по адресной подготовке инновационно-ориентированных специалистов и специалистов высшей квалификации: 

· аспиранты – сотрудники завода, проводят НИОКР в области перспективных научных направлений.

На базе АО «ЦНИТИ «Техномаш», планируемого к вхождению в Технопарк «Пульсар» в качестве резидента, обеспечивается непрерывное воспроизводство трудового потенциала предприятия в соответствии с требованиями рынка и научно-технического прогресса:

· ежегодно, в том числе, в 2016 году, осуществляется обучение и переаттестация рабочих кадров на базе ГОУ УЦ «Профессионал»;

· в 2016 году продолжены занятия по обучению сотрудников в рамках внедрения информационной системы управления предприятием на основе программного продукта «1С: Предприятие 8.1. – Управление производственным предприятием»;
· продолжено проведение теоретических и практических занятий по обучению специалистов работе с информационной системой SolidWorks Enterprise PDM с целью перехода на безбумажные технологии управление процессами конструкторских разработок и технологической подготовки производства.
В рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация и концентрация производств  АО «ГЗ «Пульсар», АО «Оптрон», ОАО «ЦКБ РМ» на единой промышленной площадке» осуществляется взаимная стажировки специалистов завода «Пульсар» и АО «Оптрон» для организации производства изделий АО «Оптрон» на производственных мощностях завода «Пульсар», например, специалистами «Пульсара» изучена технология эпитаксиальных процессов выращивания слоев n- и р- типов, применяемых в производстве  pin-диодов и стабилитронов, выпускаемых в настоящее время на АО «Оптрон». Специалистами АО «Оптрон» освоены процессы электронно-лучевого напыления металлов, согласованы технические задания и начаты работы по двум опытно-конструкторским работам.

В АО «НПП «Алмаз» с 2001 года функционирует базовая кафедра по обучению студентов и магистров Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и филиал кафедры по обучению студентов и магистров Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина.
Сотрудниками АО «НПП «Алмаз» защищено 3 диссертации на соискание степени кандидата технических наук.
В АО «ЦНИИИА» в 2016 году особое внимание уделялось подготовке кадрового резерва:

· осуществляется обеспечение деятельности базовой кафедры микро - и наноэлектроники в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского;

· обеспечивается деятельности базовой кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаций Саратовском государственном техническом университете им. Ю.А. Гагарина.

В ЗАО «Светлана-Рост» организовано участие студентов магистратур Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) в научно-исследовательских работах предприятия, прохождение преддипломной практики, написание дипломов на базе КБ, организована летняя производственная практика. Подготовлено и трудоустроено пять специалистов в 2016 году.

При АО «НИИВТ им. С.А. Векшинского» в НОЦ «Нанотехнология в сверхвысокочастотной полупроводниковой электронике» проходит подготовка специалистов в области исследований, разработки и изготовления керамики для СВЧ печатных плат.

АО «НИИЭТ» активно взаимодействуют с вузами в рамках выполнения НИОКР, в том числе с ФГБОУ ВО «ВГУ» и ВГЛТА, и работой с центром коллективного пользования на базе ФГБОУ ВО ВГУ. 

На базе АО «НИИЭТ» проводится целевая подготовка студентов в части организации производственной и преддипломной практики для студентов ФГБОУ ВО «ВГУ» и ВГТУ, а также работает система трудоустройства выпускников базовых кафедр. По СВЧ направлению в настоящее время обучается в аспирантуре ФГБОУ ВО «ВГУ» и ВГТУ 8 молодых и перспективных инженеров АО «НИИЭТ».

С 2014 года на базе АО «ОНИИП» функционируют две базовые кафедры, в тематике работ которых запланировано развитие направлений, связанных с технологической платформой «СВЧ технологии» и подготовка кадров: 

· Кафедра моделирования радиоэлектронных систем Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

· Кафедра конструирования и технологии радиоэлектронных средств Омского государственного технического университета.

В 2016 учебном году в учебный план базовых кафедр включены новые дисциплины «Техника СВЧ» и «Устройства частотной селекции».
В «АО «НПП им. Шокина» одна из проблем предприятия – это недостаток высококвалифицированных специалистов по ряду следующих основных специальностей:

· специалисты с высшим профессиональным образованием: конструирование и технология электронных средств, информатика и вычислительная техника, радиоэлектронные системы и комплексы, радиотехника, электроника и наноэлектроника, химическая технология, приборостроение, материаловедение и технологии материалов;

· специалисты со средним профессиональным образованием: токари, фрезеровщики, испытатели деталей и приборов, сборщики изделий электронной техники, монтажники-вакуумщики, обжигальщики-вакуумщики, откачники-вакуумщики, регулировщики РЭА и приборов, электроэрозионисты.

 Обеспечение предприятия квалифицированными специалистами с высшим образованием реализуется на основе сотрудничества с ВУЗами. Подготовка инженерных кадров в ВУЗах для нужд предприятия ведется на основании соглашений (договоров) о сотрудничестве и реализуется по следующим направлениям:

· отбор студентов по необходимым специальностям с целью их дальнейшего трудоустройства на предприятии, используя меры морального и материального поощрения студентов;

· организация обучения студентов на платной основе за счет средств предприятия;

· использование современных методик образовательного процесса и инновационных образовательных технологий в области подготовки специалистов;

· участие представителей предприятия в экспертизе проектов образовательных стандартов и разработке профессиональных стандартов, отражающих изменившиеся требования к уровню и содержанию подготовки кадров, с учетом специфики научной и производственной деятельности предприятия;

· привлечение сотрудников предприятия к разработке и модернизации учебных программ и учебно-тематических планов;

· проведение экспертизы дипломных и курсовых проектов специалистами предприятия и участие в работе государственной аттестационной комиссии;

· организация прохождения студентами ВУЗа ознакомительной, производственной и преддипломной практик на предприятии;

· оказание содействия в трудоустройстве подготовленных ВУЗом специалистов, участие сотрудников предприятия в «Ярмарках вакансий», «Днях открытых дверей» и других аналогичных мероприятиях.

Головным ВУЗом для подготовки молодых специалистов является расположенный на территории предприятия филиал Московского технологического университета (далее – филиал МИРЭА в г. Фрязино), который обучает студентов по профильным специальностям. В его состав входят три базовые кафедры: «Общенаучных дисциплин», «Электроника и микроэлектроника» и «Конструирование СВЧ и цифровых радиоэлектронных средств». 

В филиале МИРЭА в г. Фрязино для обеспечения работы указанных кафедр АО «НПП «Исток» им. Шокина» в 2016 году были созданы 3 лаборатории и 1 учебный класс.

В настоящее время между АО «НПП «Исток» им. Шокина» и филиалом МИРЭА в г. Фрязино заключен договор о сотрудничестве, в рамках которого был осуществлен целевой прием 43 студентов. Всего за счет средств предприятия в ВУЗах обучается 147 студентов.

Подготовка инженерных кадров в ВУЗах для нужд предприятия ведется на основании соглашений (договоров) о сотрудничестве и реализуется по следующим направлениям:

· отбор студентов по необходимым специальностям с целью их дальнейшего трудоустройства на предприятии, используя меры морального и материального поощрения студентов;
· организация обучения студентов на платной основе за счет средств предприятия;
· использование современных методик образовательного процесса и инновационных образовательных технологий в области подготовки специалистов;
· участие представителей предприятия в экспертизе проектов образовательных стандартов и разработке профессиональных стандартов, отражающих изменившиеся требования к уровню и содержанию подготовки кадров, с учетом специфики научной и производственной деятельности предприятия;
· привлечение сотрудников предприятия к разработке и модернизации учебных программ и учебно-тематических планов;
· проведение экспертизы дипломных и курсовых проектов специалистами предприятия и участие в работе государственной аттестационной комиссии;
· организация прохождения студентами ВУЗа ознакомительной, производственной и преддипломной практик на предприятии;
· оказание содействия в трудоустройстве подготовленных ВУЗом специалистов, участие сотрудников предприятия в «Ярмарках вакансий», «Днях открытых дверей» и других аналогичных мероприятиях.

Головным ВУЗом для подготовки молодых специалистов является расположенный на территории предприятия филиал МИРЭА в г. Фрязино, который обучает студентов по профильным специальностям. В его состав входят три базовые кафедры: «Общенаучных дисциплин», «Электроника и микроэлектроника» и «Конструирование СВЧ и цифровых радиоэлектронных средств». 

В рамках договора сотрудничества АО «НПП «Исток» им. Шокина» и филиала МИРЭА в г. Фрязино в 2016 г. был осуществлен целевой прием 50 студентов.

В рамках целевой подготовки АО «НПП «Исток» им. Шокина» сотрудничает с целым рядом высших учебных заведений России, включая:

· ФГБОУ ВО «МАИ» (договора о сотрудничестве, о целевом приеме и о проведении практик студентов);
· ФГБОУ ВО «МЭИ» (договора о целевом приеме и о проведении практик);
· Филиал ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» в г. Фрязино (договора о сотрудничестве, о целевом приеме и о проведении практик студентов);
· ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет» (договора о сотрудничестве, о целевом приеме и о проведении практик студентов);
· ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» (договора о сотрудничестве, о целевом приеме и о проведении практик студентов).
Всего в 2016 г. за счет средств предприятия было принято в ВУЗы на обучение 106 студентов и 70 сотрудников прошли курсы повышения квалификации.

В октябре 2016 г. в рамках акции «Неделя без турникетов» на предприятии были приглашены старшеклассники школ г. Фрязино Московской области с целью ознакомления их с производством. В рамках акции школьники посетили ряд подразделений и ознакомились с современным производством.

Перед участниками мероприятия выступил директор филиала МИРЭА и рассказал о планах учебного заведения на ближайшую перспективу, а также о возможностях и перспективах, которые ждут студентов, обучающихся в филиале этого вуза. 

В ноябре 2016 г. на базе школы № 2 г. Фрязино совместно с филиалом МИРЭА и центром занятости была организована «Ярмарка вакансий 2016 г.». на данном мероприятии были рассказано о возможностях и предложениях филиала для потенциальных абитуриентов. 

Проведение данных мероприятий позволит привлечь абитуриентов в будущем и сократить дефицит предприятия в высококвалифицированных кадрах.  

Так в 2016 г. вышеперечисленные мероприятия позволили привлечь на предприятие 146 молодых специалистов, которые прошли обучение в филиале МИРЭА г. Фрязино, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет», ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» и др. 

Кроме того, АО «НПП «Исток» им. Шокина» постоянно проводит совместные научные исследования с ВУЗами и научными организациями
В ходе подготовки и повышения квалификации научных и инженерно-технических кадров в 2016 году в АО «ЦКБА» (отдел антенн и СВЧ устройств, отдел управления персоналом) осуществлялась подготовка кадров – специалистов предприятия:

· Проектирование и технология производства микроэлектронных модулей СВЧ АНО «НТФ «Технокон» им. В.М. Критского С.-Петербург - 2 чел.;
· Проектирование аппаратуры на ПЛИС. Современны подходы ООО «СОВЭЛ» г. Москва - 2 чел.;
· Проектирования и моделирование печатных плат СВЧ г. Москва УЦ «Альфа» - 2 чел.;
· Обработка и передача цифровых данных в устройствах на ПЛИС ООО «СОВЭЛ» г. Москва - 3 чел.;
· Введение в аналоговое проектирование в системе CADENCE ФГБОУ ВО «ОмГТУ» г. Омск – 10 чел.

В 2016 году АО «СКТБ РТ» осуществляло: 

· целевую подготовку и повышение квалификации научных и инженерно-технических кадров предприятия на базовой кафедре «Проектирование и технология радиоаппаратуры» Новгородского Государственного Университета им. Ярослава Мудрого (НовГУ им. Я. Мудрого) за счет средств АО «СКТБ РТ».

· развитие системы практик и стажировок студентов, аспирантов и научно-преподавательского состава НовГУ им. Я. Мудрого в АО «СКТБ РТ»;

· формирование приоритетных направлений и тематик совместных с НовГУ им. Я. Мудрого исследований и разработок.
Сотрудники АО «НПП «Салют» проходят обучение в аспирантурах ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ИХВВ им. Г.Г. Девятых, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по специальностям «Радиофизика», «Химия», «Физическая химия», «Неорганическая химия», «Физика полупроводников», «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах».

Раздел 6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры

В 2016 году совместно с вузами продолжена активная реализация мероприятий по развитию научной инфраструктуры, в том числе центров коллективного доступа к научному и экспериментальному оборудованию. Так, центры коллективного пользования (ЦКП) созданы в г. Фрязино, в г. Саратове, г. Москве и т.д.

Интеграция процессов расчета и коррекции физико-математических моделей, конструкций и технологий изготовления моделей с производственными структурами ведет к повышению эффективности производства и улучшению параметров приборов.
В 2016 году исследования по направлениям СПИ ТП «СВЧ технологии» характеризовались значительным продвижением с высоким уровнем значимости.
По решению Бюро НТС и одобрению НТС ТП «СВЧ технологии» разработан и проведен комплекс мероприятий по созданию и функционированию системы прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития отраслей и секторов экономики, относящихся к СВЧ тематике.
Для успешной инновационной деятельности и развития технологий по ключевым бизнес-направлениям на предприятиях-участниках реализуется комплексный подход к планированию и проведению ПНИ, а также использованию результатов НИОКР, который включает мероприятия по разработке и поддержанию базовых и критических технологий и проведению НИОКР по разработке промышленных технологий производства инновационной продукции гражданского назначения.

В настоящее время активно осуществляет деятельность центр инновационных технологий и инжиниринга Московского технологического университета МИРЭА (ЦИТИ МТУ), выполняющий важнейшие функции:

· национальный координатор проектов Европейской научно-технической программы (ЕНТП) «Эврика», способствуя продвижению российских научно-технических разработок на рынки высоких технологий европейских стран, а также доступу к информационным и технологическим ресурсам стран-членов;

· выполнение функций проектного офиса ЕНТП «Эврика»;

· развитие инновационных технологий, охватывая различные области науки и техники: электроника, приборостроение, биомедицина, химия, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), новые материалы, транспорт, авиация и космос, возобновляемая энергетика в России с использованием преимущества особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа, созданной на территории городского округа Фрязино Московской области. К перспективным направлениям относятся робототехника, лазерные технологии, медицина. 

Среди основных задач национального координатора проектов - определение соответствия предложения, предложенных самими участниками через договоренность на уровне потенциальных партнеров, целям и задачам ЕНТП «Эврика» и распространение его через сеть национальных координаторов с целью возможного присоединения к проекту научных организаций других стран. При достижении договоренностей на уровне потенциальных партнеров предложение по проекту направляется на одобрение Группы высоких представителей, где ему присваивается статус «ЭВРИКИ», и далее на утверждение Конференцией министров. Дальнейшая работа над проектом осуществляется при координации на уровне Национальных координаторов и поддержке со стороны Секретариата.
В планах развития ЦИТИ МТУ на 2016-2018 гг. - осуществление функций по координации участия, проведения отбора проектов, объявления конкурсов, экспертизы и заявлений российских компаний в проектах Европейской программы (ЕП) научно-технического сотрудничества (НТС) «Эврика» по развитию инновационных технологий в электронике, продвижение интересов России для фокуса интересов проектного развития в области электроники, приборостроения, биомедицины, химии; создание научно-технического и экспертного советов на базе филиала Московского технологического университета (далее – филиал МИРЭА в г. Фрязино) для оценки и представления получивших одобрение перспективных проектов на международном уровне.

Постановлением Правительства Московской области от «1» ноября 2016 г. № 822/40 и Распоряжением Правительства Московской области «23» ноября 2016 г. № 334-рп было утверждено положение об экспертном совете особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа (ТВТ) Московской области и его состав соответственно. 

В настоящее время проводится работа по рассмотрению заявок от производителей радиоэлектронной продукции на получение статуса резидента ОЭЗ ТВТ «Исток» (Московская область).

В рамках реализации мероприятия по развитию НОЦ на базе филиала МИРЭА в г. Фрязино для обеспечения работы кафедр в 2016 году были дополнительно созданы 4 лаборатории, 2 компьютерных и 2 учебных класса. Всего филиал МИРЭА в г. Фрязино насчитывает 10 лабораторий и 3 учебных и 3 компьютерных класса.
На АО «НПП «Контакт» в 2016 г. продолжил функционировать совместно с Саратовским государственным университетом центр коллективного пользования прогрессивного оборудования микроэлектроники.

В АО «ЦНИИИА» создан участок метрологического обеспечения ведущихся разработок элементов и устройств миллиметрового диапазона на базе платформ «Rohde&Schwarz» (Германия) и «Keysight Technologies» (США). Разработаны устройства сопряжения СВЧ узлов с измерительной системой и методики испытаний.
В АО «НПП «Пульсар» в 2016 году проведено уточнение тематики наиболее перспективных исследований и разработок в области электронных СВЧ компонентов, начат инвестиционный проект по реконструкции и техническому перевооружению производства приемопередающих модулей на основе мощных СВЧ-транзисторов (2016-2020 гг.). 
В рамках развития научной и инновационной инфраструктуры Научно-исследовательским Центром инновационных технологий (НИЦИТ) были проведены работы, связанные с оптимизацией существующего технологического процесса, разработки конструкций и топологических структур новых изделий на основе широкозонных полупроводников заводом «Пульсар»: за счет собственных  средств (инициативно) выполнялась ОКР по разработке мощного СВЧ транзистора с высокой подвижностью электронов на базе инновационных технологических процессов.

В АО «НПП «Пульсар» выполнялись работы по реализации проекта, отмеченных грантами Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) «Оптимизация формирования прецизионного затвора СВЧ транзисторной структуры на базе AlGaN/GaN методом электронно-лучевой литографии». 

Технологический процесс, основанный на выборе профилированной дозы, в совокупности с электронно-лучевым напылением и «взрывной» литографией позволил получить Т-образный затвор, необходимый для СВЧ транзисторов.
В рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве между АО «НПП «Торий» и ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова» (НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына) действует НОЦ по ускорителям электронов.

На базе центра коллективного пользования высокоточного исследовательского и производственного оборудования АО «НПП «Контакт» совместно с Саратовским национальным исследовательским государственным университетом имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) проведены презентации для специалистов предприятий городов Москвы, Томска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова, Казани с целью ознакомления с возможностями центра.
В АО «УПКБ «Деталь» в 2016 году завершено строительство корпуса микроэлектроники, продолжалось его оснащение технологическим оборудованием.
Совместно с СГУ и АО «ЦНИИИА» проведены работы по расчету, разработке конструкции, топологии радиочастотных меток в диапазоне от 2 Гц до 6 Гц. Изготовлены опытные образцы радиочастотных меток.

На базе АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» действуют: 

· ЦКП «Карповский центр инструментальной физико-химической диагностики веществ и материалов (Карповский ЦКП)»;
· ЦКП «Ядерно-физические и радиохимические методы и измерения (ЯРМИ)»;
· уникальная научная установка «Многоцелевой модернизированный химико-технологический экспериментальный комплекс на базе исследовательского ядерного реактора ВВР-ц (Уникум ВВР-ц)»;
· уникальная научная установка «Автоматический нейтронный дифрактометр для исследования атомной структуры монокристаллов (Монокристальный нейтронный дифрактометр)»;
· научно-образовательный центр «Инновационное образование и новые технологии в ядерно- и радиационно-химических процессах» совместно с ИАТЭ НИЯУ «МИФИ».

Для выполнения НИР и НИОКР, а также участия в работе НОЦ привлекаются молодые специалисты, дипломники и студенты разных вузов (НИЯУ «МИФИ», НИТУ «МИСиС», а также МИРЭА и др.).
В рамках реализации СПИ ТП «СВЧ технологии» ОАО «НИИВТ им. С.А. Векшинского» осуществляет исследования и разработки в области получения критических материалов высокого качества для электронных СВЧ компонентов и СВЧ радиоприборостроения. Проводились мероприятия по созданию и развитию материально-технической базы для проведения опытных и демонстрационных работ и испытаний, необходимых внедрения в производство данных материалов и технологических процессов изготовления СВЧ керамических печатных плат. Основанием для разработки на предприятии ОАО «НИИВТ им. С.А. Векшинского» послужила компетенция производстве корундовой и сапфировой (бесшпинельной, бесщелочноземельной) вакуумплотной керамики металлокерамических узлов приборов с вертикальным фронтом сигналов. Необходимость продиктована отсутствием в мире станций многомодульного уплотнения оптоволоконной связи, которые требуются как для развития сотовой и цифровой связи на расстояния свыше 2000 км без усилителей и ретрансляторов, так и для мониторинга труднодоступных месторождений полезных ископаемых.
Заказчиком технологии и оппонентом защиты ОКР был ФГБУН «ИСВЧПЭ» РАН, подтвердивший высокий уровень ОКР и перечисливший наиболее заинтересованные открытые организации в использовании результатов технологии. 

Раздел 7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере

С целью развития взаимодействия участников платформы друг с другом и с другими заинтересованными сторонами в 2016 году проведены: 1 заседание Наблюдательного совета, 2 совместных заседания членов Правления и Бюро НТС, 1 совещание участников ТП «СВЧ технологии», 2 заседания Экспертного совета. В мероприятиях, на которых происходил обмен мнениями и предложениями по развитию ТП «СВЧ технологии», участникам совещаний предоставлялась информация о мероприятиях, проведенных Минэкономразвития России и Минобрнауки РФ по взаимодействию с институтами развития и формам поддержки инновационных проектов в области СВЧ технологий. 

В 2016 году проведен ряд совещаний, выставок и научно-практических конференций по научно-техническим вопросам развития СВЧ технологий с привлечением участников ТП «СВЧ технологии». 

Ряд организаций-участниц ТП «СВЧ технологии» приняли активное участие в выставке-форуме «ВУЗПРОМЭКСПО-2016», проходившем в             г. Москва 14-15 декабря 2016 года.

В ИСВЧПЭ РАН 10 июня 2016 года состоялся 5-й научно-практический семинар пользователей оборудования Raith «Электронно-лучевая литография на оборудовании Raith: от идеи до реализации» (организаторы – ИСВЧПЭ РАН при поддержке ООО «ОПТЭК»).

В рамках семинара были представлены результаты работ ИСВЧПЭ РАН по 4-м Соглашениям о предоставлении субсидий с Минобрнауки России (№14.607.21.0124, №14.607.21.0087, №14.607.21.0011, №14.604.21.0136), темы которых соответствуют направлениям СПИ ТП «СВЧ технологии».

Все основные работы, выполняемые ИСВЧПЭ РАН по заказу Минобрнауки России, были представлены на научно-практической конференции по итогам реализации в 2016 году ПНИЭР по приоритетным направлениям в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» в рамках национальной выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2016, 14-15 декабря 2016 года.

6-й й научно-практический семинар пользователей оборудования Raith «Электронно-лучевая литография на оборудовании Raith: от идеи до реализации» (организаторы – ИСВЧПЭ РАН при поддержке ООО «ОПТЭК»).

В октябре 2016 г.  в АО «НПП «Пульсар» проведена ХIV Всероссийская научно-техническая конференция – «Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА».

В 2016 году АО «НПП «Пульсар» принимал участие в следующих выставках:

· 11-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ-2016», 14 - 17 марта 2016 г., г. Москва.
· Выставка «Новая электроника-2016», 13 - 15 апреля 2016 г., г. Москва.
· 8-я международная специализированная выставка «АВИАКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ. КАЗАНЬ – 2016», 10 - 12 августа 2016 г., г. Казань.
· XX Юбилейная международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2016», 18 - 21 октября 2016 г., г. Москва.

В 2016 году АО «ЦНИИИА» принимало участие в следующих конференциях:

· XI всероссийская научно-техническая конференция «Метрологическое обеспечение обороны и безопасности в Российской Федерации», ноябрь, 2016г., г. Москва;
· VI Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего 2016», июль 2016 (2-е место);
· 15 юбилейная конференция работников радиоэлектронной промышленности, 29 сентября - 1 октября, 2016 г., г. Саратов.
В 2016 году в Научно-инновационный отдел, отдел антенн и СВЧ устройств, отдел микроэлектроники АО «ЦКБА» участвовали в следующих конференциях:

· «Электроника и микроэлектроника СВЧ» (на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ»);
· VI научно-технической «Обмен опытом в области создания сверхширокополосных РЭС» (на базе ФГБОУ ВО «ОмГТУ»), 
А также в научно-практическом семинаре «Проектирование и технология производства микроэлектронных модулей СВЧ».
На базе АО «НПП «Исток» им. Шокина» состоялась конференция «СВЧ электроника-2016», организованная АО «НПП «Исток» им. Шокина» при поддержке Минпромторга РФ, АО «Росэлектроника» и Муниципального казенного учреждения «Дирекция наукограда Фрязино».
В работе конференции приняли участие 310 представителей от 35 организаций промышленности и РАН, вузов, холдингов, концернов и корпораций из г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга, г. Тулы, г. Ростова-на-Дону, г. Томска, г. Новосибирска, г. Иркутска.
В рамках пленарных заседаний и трех тематических секций было заслушано свыше 70 докладов по актуальным вопросам развития твердотельной и вакуумной СВЧ электроники, применения новых материалов и технологий, разработки аппаратуры, комплексированных СВЧ изделий и антенн.
В период проведения конференции участникам конференции была предоставлена возможность ознакомиться с техническими достижениями ведущих мировых производителей контрольно-измерительного оборудования: компании «Keysight Technologies Inc.» и «Rohde&Schwarz».
В 2016 году сотрудники АО «НПП «Исток» им. Шокина» приняли участие в следующих отраслевых конференциях:
· 12-я Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы электронного приборостроения», г. Саратов, сентябрь 2016 года;
· «Современные достижения в области клеев, герметиков», г. Дзержинск Нижегородской обл., октябрь 2016 года;
· 8-й Международный симпозиум «Метрология времени и пространства», г. Санкт-Петербург, сентябрь 2016 года;
· V Всероссийская конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ», г. Санкт-Петербург, июнь 2016 года;

· XV отраслевая научно-техническая конференция «Перспективные рынки – взгляд в будущее», Москва, ноябрь 2016 г. и др.;

В течении 2016 года АО «НПП «Исток» им. Шокина» приняло участие в двух выставках: 
· 16-я Международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2016», апрель 2016 г., г. Москва; 
· VI Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», сентябрь 2016, г. Удмуртская Республика;
· VI научно – техническая конференция молодых ученых и специалистов   АО «НПП «Исток» им. Шокина», апрель 2016 г., г. Фрязино, Московская область.

С целью взаимодействия с участниками платформы и другими заинтересованными сторонами АО «ГЗ «Пульсар» в 2016 году принял участие в ряде выставок, семинаров и конференций, как российских, так и международных:

1) Конференция «CS International 2016», 1-2 марта 2016 г., Брюссель;

2) 19-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих «ЭкспоЭлектроника-2016», 15-17 марта 2016 г., МВЦ «Крокус Экспо», Московская область, Красногорский район, г. Красногорск;

3) Конференция «ЦИПР 2016» («Цифровая индустрия промышленности России 2016), 7-10 июня 2016г., Иннополис, республика Татарстан;

4) XV отраслевая научно-техническая конференция «Перспективные рынки- взгляд в будущее», 29 сентября-1 октября 2016 г., г. Саратов;

5) Выставка Interlight Moscow powered by Light+Building 2016, 8-11 октября 2016 г., ЦВК «Экспоцентр», г. Москва.

6) 11-й Международный авиасалон Airshow China 2016, 1-6 ноября 2016 г., Чжухай, Китай.

С целью ознакомления с инновационными технологиями производства ЭКБ, возможности кооперации производства изделий и решения вопросов, связанных с приобретением современного оборудования, сотрудники предприятия в рамках международного сотрудничества посетили ряд зарубежных фирм:

1. 31 мая - 3 июня, г. Штутгарт, Германия «Keysight Technologies» ‒ участие в семинаре по тематике «Современные методы и аппаратура контроля тестирования п/п приборов»,  

2. 26 сентября - 29 сентября 2016 г., «KEKO Equipment Ltd.», г. Жужемберг, Словения ‒ участие в переговорах по поставке комплекта оборудования для керамических элементов корпусов, ознакомление с производством оборудования для изготовления многослойных керамических плат. 

3. 27 марта - 2 апреля 2016 г., компании «SNF Solutions», «Top Engineering», «Apple-T», республика Корея ‒ технологический обзор и ознакомление с промышленным оборудованием для MOCVD, ALD и CVD.

Для укрепления, развития и расширения форм корпоративных коммуникаций в научной сфере в 2016 году опубликованы статьи по вопросам компетенции предприятия:

· В.А. Буробин, Создание Технопарка АО «Государственный завод «Пульсар» - новый этап развития предприятия, Сборник «Оборонно-промышленный комплекс России», 2016, вып. 12, стр. 344.

· Пазинич Л.М., Сейдман Л.А. О тепловом барьере, возникающем на границах припоя при пайке кристаллов кремниевых силовых транзисторов в их корпуса. Принята к публикации в журнал «Наукоемкие технологии», 2016, вып. 9.
Совместно с ЗАО «Светлана-Рост», г. Санкт-Петербург, АО «НИИЭТ» выполнены инициативные работы по созданию мощных СВЧ транзисторов на нитриде галлия и разработана топология и управляющая информация для изготовления мощных нитрид галлиевых транзисторных кристаллов по технологии OSV&Air Bridge и ISV на технологической линии ЗАО «Светлана-Рост». Получены экспериментальные образцы GaN транзисторов, по основным эксплуатационным параметрам в исследованных режимах соответствующие зарубежному техническому уровню. Сравнение экспериментальных образцов GaN транзисторов было проведено с зарубежными аналогами с выходной мощностью 5 Вт на частоте 2 ГГц при напряжении питания 12,5 В.

В инициативном порядке совместно с ЗАО «ДЗРД» проведены работы за счет собственных средств по разработке технологии изготовления металлокерамических корпусов мощных СВЧ LDMOS транзисторов в условиях серийного производства. В изготовленных экспериментальных образцах корпусов собраны и испытаны мощные СВЧ транзисторы. 
С использованием отечественных карбидкремниевых эпитаксиальных структур, изготовленных на АО НПК «Электровыпрямитель» (г. Саранск), проведены исследовательские работы по созданию диодов Шоттки. Получены экспериментальные образцы на прямой ток до 5 А и обратное напряжение 1200 В.

В период с января 2016 года по декабрь 2016 года АО «ОНИИП» участвовал в следующих выставках и отраслевых конференциях по направлениям ТП «СВЧ технологии» (таблица 9).

Таблица 9

	Название конференции
	Время проведения
	Место проведения

	VI ВНТК по обмену опытом в области создания сверхширокополосных радиоэлектронных систем (СВЧ-2016)
	19-20 апреля
	г. Омск

	Радиолокация, навигация, связь (RLNC-2016)
	14-16 апреля
	г. Воронеж

	12-ая ежегодная НПК «Техника приема и обработки сигналов» (ТПОС-2016)
	4-5 мая
	г. Барнаул

	Международная IEEE-Сибирская конференция по управлению и связи (SIBCON-2016)
	12-14 мая
	г. Москва

	VI Всероссийская НТК «Электроника и микроэлектроника СВЧ»
	30 мая-2 июня
	г. Санкт-Петербург

	XIX международная НК «Волновая электроника и ее применение в информационных и телекоммуникационных системах»
	20-24 июня
	г. Санкт-Петербург

	XXV ВНК «Распространение радиоволн»
	4-9 июля
	г. Томск

	28-ой Международный симпозиум «Тонкие пленки в электронике»
	8-10 сентября
	г. Москва

	Международный научный симпозиум по контролю частоты
	9-13 мая
	США, г. Новый Орлеан

	X Международная IEE НТК «Динамика систем, механизмов и машин»
	15-17 ноября
	г. Омск

	X Международный форум «Профессиональная мобильная радиосвязь, спутниковая связь и навигация»
	э26-27 сентября
	г. Москва

	IX ежегодная студенческая НПК «Приборостроение и информационные технологии» (ПИТ-2016)
	8 декабря
	г. Омск


В период с января 2016 г. по декабрь 2016 г.  АО «ОНИИП» организовал и провел следующие выставки и конференции:

	Название выставки/конференции
	Даты проведения
	Место проведения

	Научно-технический семинар «Перспективы развития науки и техники радиосвязи» (XVI, XVII, XVIII заседания)
	(4 февраля, 5 мая. 15 декабря) 2016 года
	г. Омск

	IX Студенческая научно-практическая конференция «Приборостроение и информационные технологии»
	8 декабря 2016 года
	г. Омск


В 2016 году АО «СКТБ РТ» приняло участие в следующих выставках, конференциях и совещаниях:

· в 13-ой международной специализированной выставке «Силовая Электроника 2016 г.» (25- 27 октября 2016 года, Москва, ВЦ «Крокус Экспо»), состоявшейся при участии Ассоциации «Электропитание»;
· в работе 2-й Межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия», проходившей в Национальном центре управления обороной Российской Федерации 25 ноября 2016 года в г. Москве. На конференции были представлены образцы изделий выпускаемой и разрабатываемой продукции, сделан доклад перед комиссией, возглавляемой начальником Национального центра управления Российской обороной генерал-лейтенантом Мизинцевым Михаилом Евгеньевичем. Выставку посетил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Шойгу Сергей Кожугетович с сопровождающими лицами;
· в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» АО «СКТБ РТ», входящее в состав холдинга АО «Росэлектроника», провело несколько раз в течение года для студентов учебных заведений Великого Новгорода акцию «Неделя без турникетов». Данная акция прошла в рамках проекта «Работай в России!». Цель ее – познакомить учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования с современными предприятиями и профессиями, востребованными на промышленном производстве.

В 2016 году АО «СКТБ РТ» провело совместные исследования и разработки (СЧ ОКР) с ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга», с ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова» и другими научными организациями.
В 2016 году АО «НПП «Торий» принимал участие в следующих информационных мероприятиях:

· «СВЧ-электроника, 2016. Наука. Технология. Производство». Научно-техническая конференция АО «НПП «Исток» им. Шокина, г. Фрязино, май 2016 г. Участников – 6, докладов – 8.

· V Всероссийская конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ», г. Санкт-Петербург, июнь 2016 г. Участников – 2, докладов – 3.
· Международная научно-техническая и научно-методическая конференция «Современные технологии в науке и образовании», Рязанский государственный радиотехнический университет 2-4 марта 2016 года. Участников – 2, докладов 2.
· Международная научно-техническая конференция. АПЭП-2016, 22-23 сентября 2016 г., г. Саратов, Россия. Участников - 3, докладов - 4.

Доклады участников опубликованы в материалах конференций.
АО «ЦНИТИ «Техномаш» в 2016 г. совместно с МИЭМ при НИУ ВШЭ подготовили проект на конкурс Минобрнауки РФ, направленный на разработку комплекса материаловедческих и приборных технологий, создание высокотехнологичного производства РЭА и развитие профильных технологий приборостроения на основе алмазных материалов, в интересах радиоэлектронной и приборостроительной групп промышленности страны. Предусмотренные проектом проблемно-тематическая направленность прикладных исследований и его ожидаемые результаты по подготовке  высокотехнологичного производства радиоэлектронных устройств на основе алмазных полупроводниковых монокристаллов и алмазных гетероструктур для предприятий электронной отрасли промышленности являются перспективными и представляют несомненный интерес в части создания и промышленного освоения высокотехнологичного производства РЭА на основе алмазных материалов и  развития профильных технологий. Предлагаемые проектом прикладные исследования и разработки направлены на обеспечение выполнения приоритетной задачи модернизации стратегических отраслей экономики России и развития ее научно-технического комплекса. Технологии, предлагаемые к разработке, относятся к базовым, обеспечивающим соответствующие технологические предпосылки модернизации и развития экономики страны.

АО «ЦНИТИ «Техномаш» в 2016 г. (совместно с «ПТЦ «УралАлмазИнвест») осуществлялись мероприятия по созданию экспортно-ориентированной продукции, в т.ч. на основе алмазных полупроводниковых структур для предприятий Китая, Индии, Японии и США.

На 2017-2019 гг. запланирована серия мероприятий по развитию международного научно-технического сотрудничества в инновационной сфере: по взаимодействию с европейскими технологическими платформами (ЕТП), ЕСТП «Эврика» и иными зарубежными и международными организациями по вопросам развития научно-технической кооперации в сфере деятельности ТП «СВЧ технологии». Кроме того, запланирована проработка спектра мер по содействию продвижения инновационной продукции на внешние рынки, привлечению прямых иностранных инвестиций и по взаимодействию с торговыми представительствами и межправительственными комиссиями. 

	Приложение 1

	Анализ реализации плана действий технологической платформы «СВЧ технологии» за 2016 год


	Наименования

мероприятия
	Срок
	Информация о выполнении (краткое описание выполненных работ и достигнутых результатов)
	Срок выполнения

	2
	4
	5
	

	1. Формирование состава участников технологической платформы

	Принятие в состав участников ТП «СВЧ технологии» новых членов
	В течение года
	Получены заявления от трех кандидатов в 2016 году:

· ООО «Ботлихский радиозавод»;

· ООО «ЗМТ»;

· АО «НИИПП».
	Перенесено на 1 квартал 2017 года

	Организация взаимодействия с государственными компаниями по вопросам присоединения к ТП «СВЧ технологии»
	2-3 квартал
	Подготовка и рассылка предложений, поиск путей заинтересованности взаимодействия компаний с государственным участием с ТП «СВЧ технологии»
	Перенесено на 2-4 квартал
2017 г.

	Исключение из состава участников ТП «СВЧ технологии» 
	По итогам работы в 2016 году
	По итогам работы в 2016 году никто не исключен из состава участников ТП «СВЧ технологии». На основании заявлений будет рассмотрен на Общем собрании участников 27.02.2017 вывод из состава участников АО «РЗМКП» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» путем открытого голосования по данному вопросу.
	Перенесено на 4 квартал
2017 г.

	Анализ состава участников ТП «СВЧ» для оценки их технического, научно-технологического и рыночного потенциала
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года

	Разработка дополнительного модуля и интеграция в структуру сайта ТП «СВЧ технологии», позволяющего автоматически создавать и обновлять расширенную базу данных по участникам платформы и одновременно формировать индивидуальные профайлы для каждого участника.
	В течение года
	Перенесено на 2017 год  
	В течение года

	
	
	
	

	2. Создание организационной структуры технологической платформы

	Подготовка предложений по кандидатурам для включения или замены в составе Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	Сбор предложений по кандидатурам для включения или замены в составе Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии» осуществляется непрерывно в течение года
	Перенесено на 4 квартал
2017 г.

	Избрание членов Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии» 
	1-2 квартал
	На Общем собрании участников 27.02.2017 запланировано переизбрание составов Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии».
	Перенесено на 1 квартал
2017 г.

	Подготовка информационных и презентационных материалов по ТП «СВЧ технологии» (рус/англ. Яз.)
	В течение года
	Комплект промо-материалов необходим для реализации программы мероприятий платформы, в том числе международных, привлечения партнеров и др. ТП.
	Перенесено на 4 квартал

2017 г.

	Разработка комплекса предложений по обеспечению организационной и финансовой поддержки деятельности ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	Членские взносы за участие в работе ТП «СВЧ технологии» не взимаются. Оперативная работа выполняется участниками ТП безвозмездно. Финансовая поддержка и сопровождение реализации Программы мероприятий ТП осуществляется за счет Договоров о партнерстве. 
	В течение года

	Проведение Общего собрания участников ТП «СВЧ технологии» 
	В течение года
	Подведение промежуточных итогов деятельности, решение организационных вопросов и др. с участием всех членов платформы, прошедших перерегистрацию
	Перенесено на 2017 г.

	
	
	
	

	3. Подготовка плана реализации стратегической программы исследований

	Организация взаимодействия с компаниями с государственным участием, реализующим программы инновационного развития, по вопросам реализации проектов в области СВЧ технологий
	В течение года
	Подготовка и рассылка предложений и презентаций проектов в области СВЧ технологий
	В течение года

	Сбор и анализ проектов в рамках Стратегической программы исследований
	1-2 квартал
	Предложения механизмов частно-государственного партнерства в области исследований и разработок для реализации в рамках ТП «СВЧ технологии»
	В течение года

	Проведение экспертной оценки проектов в рамках Стратегической программы исследований 
	1-2 квартал
	Продолжение сбора и анализ предложений участников ТП «СВЧ технологии» по возможным исполнителям отдельных проектов из СПИ со стороны вузов и научных организаций, развитию их кооперации в рамках реализации проектов СПИ
	В течение года

	Утверждение актуализированной стратегической программы исследований на Наблюдательном совете
	2 квартал
	Актуализация СПИ ТП «СВЧ технологии»
	Перенесено на 2 квартал 2017 г.

	Разработка Плана реализации Стратегической программы исследований 
	1-2 квартал
	После утверждения актуализированной стратегической программы исследований
	Перенесено на 2017 г.

	Разработка проекта Дорожной карты
	2-3 квартал
	При условии получения методики от Минэкономразвития России
	В течение года

	
	
	
	

	4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования

	Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам деятельности ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	Подготовка и рассылка предложений и презентаций ТП «СВЧ технологии» и проектов в области СВЧ технологий
	В течение года

	Организация информирующих мероприятий с целью генерации новых производственных цепочек между промышленными предприятиями и научно-образовательными учреждениями, обмену данными о ведущихся разработках и запросах промышленности на прикладные исследования
	В течение года
	Участие в совещаниях, выставках, конференциях и т.д. и информирование участников.  Размещение информации на сайте ТП «СВЧ технологии». 
	В течение года

	Содействие реализации проектов, включенных в Стратегическую программу исследований ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	Осуществляется непрерывно (см. раздел 6 Отчета).

Проведена экспертиза предложений по формированию тематики в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» и отправлены соответствующие экспертные заключения в Минобрнауки России.

Отобрано около 30 проектов
	В течение года 

	Организация взаимодействия с российскими и зарубежными технологическими платформами 
	В течение года
	В процессе проработки с учетом имеющихся ограничений на передачу технологий в отдельных группах частот СВЧ диапазона и других характеристик СВЧ аппаратуры.
	В течение года 

	
	
	
	

	5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров

	Организация взаимодействия с Минобрнауки России и профильными ВУЗами по вопросам подготовки научных и инженерно-технических кадров
	В течение года
	Осуществляется непрерывно (см. раздел 5 Отчета)
	В течение года 

	Подготовка научных и инженерно-технических кадров на профильных кафедрах или специальностях в ВУЗах, на кафедрах ВУЗов на предприятиях
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Обеспечение деятельности базовой кафедры МИРЭА
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Обеспечение деятельности базовой кафедры НИЯУ «МИФИ» и других вузов
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Стажировка студентов МИРЭА, НИУ «МЭИ», НИЯУ «МИФИ» и других вузов
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Обеспечение деятельности базовой кафедры АО «ОНИИП»
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года

	Повышение квалификации и переподготовка сотрудников компании в вузах
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Установление отношений с опорными вузами
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Целевая подготовка студентов в вузах за счет средств компании
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Подготовка студентов
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Повышение квалификации и переподготовки инженерно-технических кадров предприятий
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры

	Реализация мероприятий по развитию научно-образовательных центров 
	В течение года
	Осуществляется непрерывно (см. раздел 6 Отчета)
	В течение года

	Реализация мероприятий по развитию центров коллективного пользования научно-исследовательским и экспериментальным оборудованием
	В течение года
	Осуществляется непрерывно (см. раздел 6 Отчета)
	В течение года 

	
	
	
	

	7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сферах

	Проведение совещаний и научно-практических конференций 
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Участие и проведение конкурсов
	В течение года
	Осуществляется непрерывно


	В течение года 

	Проведение круглых столов и презентаций 
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Участие в отраслевых и международных конференциях
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Участие в отраслевых и международных конференциях
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Участие в отраслевых и международных конференциях
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Участие в выставках 
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Участие в выставках и конференциях
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года

	Международное сотрудничество
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	Организация информационного обеспечения деятельности ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года 

	
	
	Обновлен раздел «Технологическая платформа «СВЧ технологии» на сайте ИСВЧПЭ РАН

http://new.isvch.ru/tp 
	


Приложение 2

Сведения о тематике и объемах финансирования реализуемых работ и проектов в сфере исследований и разработок, по которым привлечено бюджетное софинансирование, одним из критериев отбора которых являлась принадлежность 
к платформе «СВЧ технологии»

	№
	Наименование работы/проекта
	Срок выполнения работы (год начала - год окончания)
	Организации-соисполнители
	Группы технологий, к которым относится работа
	Источник бюджетных средств (ФЦП, госинституты развития, субсидии и др.)
	Объемы выделенных средств бюджетных и внебюджетных источников в целом, млн. руб.

	
	
	
	
	
	
	бюджет
	внебюджет

	1
	«Разработка базовой технологии создания МИС усилителей мощности и малошумящих усилителей на нитридных наногетероструктурах для приемо-передающих модулей на частоту 8-12 ГГц»
	2014-2016 гг.
	ИСВЧПЭ РАН

(г. Москва)

ОАО «ОКБ-Планета»

(г. Великий Новгород)
	Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии
	ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»
	45,0
	45,0

	2
	«Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур для нового поколения СВЧ- и силовых приборов»
	2014 – 2016 гг.
	ИФП СО РАН (г. Новосибирск)

ОАО «ОКБ-Планета» (г. Великий Новгород)
	Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов
	ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
	39,25
	28,69

	3
	«Разработка кластерной технологии планаризации поверхности диэлектрических материалов (сапфир, кварцевое стекло) для создания нового поколения приборов и устройств для различных отраслей промышленности»
	2014 – 2016 гг.
	МГУ им. Ломоносова (г. Москва)

АО «ГЗ «Пульсар»

(г. Москва)

АО «Оптрон-Ставрополь»
	Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов
	ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
	39,25
	30,37

	4
	«Исследование тепловых свойств графеносодержащих пленок, а также разработка технологии их применения для отвода тепла, выделяющегося при работе СВЧ полупроводниковых приборов на основе GaN» (международный проект)
	2014 – 2016 гг.
	БГУИР (г. Минск, Беларусь)

НИЦ «Курчатовский институт» (г. Москва)
	Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии
	ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
	18,7
	18,9

	5
	«Разработка критических стандартных технологий проектирования и изготовления изделий наноструктурной микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования для их производства и испытаний» в рамках государственного контракта №160705.004.11.02 от 20.09.2016 г.
	2016 - 2019 гг.
	АО «НПФ «Микран»;

ЗАО «НТО»; АО «ПП»;

НИИ химии ННГУ им. Н.И. Лобачевского; ООО «Аткус»; ООО «Квантовая оптика»; ООО «Коннектор Оптикс»; ООО «Поставки инновационных компонентов»; ООО «ПЭКОМ-НН»; ФГБУН 
ИФП СО РАН; ФГБУН
ФТИ РАН им. А.Ф. Иоффе; ФУГП «МНИИРИП»
	Критические стандартные технологии проектирования и изготовления изделий наноструктурной микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования для их производства и испытаний
	Научно-
техническая
программа 
Союзного
государства
	1840,0
	940,0

	6
	«Исследование процессов генерации СВЧ излучения в виркаторе, релятивистском магнетроне и физическое обоснование использования СВЧ излучения для переработки углеводородного газа в водород и наноструктурированные углеродные материалы»
	2014 - 2016 гг.
	Национальный исследовательский Томский политехнический университет
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ
	Госзадание, Министерство образования и науки Российской Федерации
	8,41
	0,0

	7
	«Исследование электродинамических процессов резонансной компрессии СВЧ импульсов»
	2014 – 2016 гг.
	Национальный исследовательский Томский политехнический университет
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ
	Госзадание, Министерство образования и науки Российской Федерации
	8,4
	0,0

	8
	«Разработка конструктивно-технологических принципов создания однокристальных приемо-передающих модулей для современных широкополосных систем беспроводной связи и передачи информации в диапазоне частот 57-64 ГГц» (договор от 17.10.2014 №33/9-2014. Номер контракта – 14.607.21.0087)

https://xpir.ru/project/14-607-21-0087
	2014 – 2016 гг.
	ИСВЧПЭ РАН

(г. Москва)

АО «Государственный завод «Пульсар»

(г. Москва)
	Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии
	ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
	32,5
	22,45

	9
	«Разработка МИС однокристальных приемно-передающих модулей для диапазона частот 23-25 ГГц на основе нитрида галлия» (договор от 16.10.2015 №340/2015У. Номер контракта – 14.607.21.0124) https://xpir.ru/project/14-607-21-0124
	2015 – 2017 гг.
	ИСВЧПЭ РАН

(г. Москва)

АО «Государственный завод «Пульсар»

(г. Москва)
	Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии
	ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
	34
	34

	10
	Соглашение о предоставлении субсидии 14.582.21.0010 по теме «Разработка технологий проектирования широкой номенклатуры СВЧ интегральных микросхем диапазона 4-18 ГГц»
	2015 – 2017 гг.
	ЗАО «Светлана-Рост» (г. Санкт-Петербург),

Члены Консорциума:

НИЦ «Курчатовский институт» (г. Москва), МФТИ (г. Долгопрудный)
	Технологии проектирования широкой группы СВЧ интегральных микросхем
	ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
	187,5
	0,0

	11
	«Разработка конструкторско-технологических решений создания МИС усилителей мощности на широкозонных полупроводниках для современной радиоаппаратуры в поддиапазоне частот 42-46 ГГц»
	2014 – 2016 гг.
	ИСВЧПЭ РАН

(г. Москва)

АО «НПП «Радиосвязь»

(г. Красноярск)
	Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии
	ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»
	22,0
	22,0

	12
	«Изготовление экспериментальных образцов полупроводниковых кристаллов для твердотельных импульсных генераторов миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн»
	2016 – 2017 гг.
	ИСВЧПЭ РАН

(г. Москва)

Заказчик: ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

(г. Москва)
	Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов
	ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»
	3,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ВСЕГО:
	2278,0
	1141,4


Приложение 3

Перечень организаций-участниц 
технологической платформы «СВЧ технологии»

	№
	Наименование организации - участника технологической платформы
	Контактные данные организации - участника технологической платформы (адрес, тел., факс, e-mail)
	Контактное лицо организации по технологической платформе (ФИО, тел., e-mail)

	1
	2
	3
	4

	Организации Российской академии наук

	1
	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт сверхвысокочастотной

полупроводниковой электроники» РАН

(ИСВЧПЭ РАН)
	117105, г. Москва, Нагорный проезд д. 7, стр. 5

8 (499) 123-44-64 

mail@isvch.ru 

isvch@isvch.ru
www.isvch.ru
	Мальцев Петр Павлович, научный руководитель ИСВЧПЭ, д.т.н., профессор
8 (499) 123-44-64, 

8 (499) 123-14-20
iuhfseras2010@yandex.ru

	2
	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН» 

(ИРЭ РАН)
	125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, корп.7

8 (495) 629 3574 / 8 (495) 629 3678
 ire@cplire.ru
	Черепенин Владимир Алексеевич, заместитель директора

(495) 629-34-91

cher@cplire.ru 

	3
	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем технологий микроэлектроники и особо чистых материалов РАН» (ИПТМ РАН)
	142432, Россия, Московская область, г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 6 
general@iptm.ac.ru 
	Михайлов Геннадий Михайлович,

Тел. +7(496)5244181

Факс. +7(495)9628047

mikhailo@iptm.ru

	4
	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН» (ИФП СО РАН)
	630090, Россия, г. Новосибирск, 

проспект Академика Лаврентьева, д. 13
ifp@isp.nsc.ru 
	Журавлев Константин Сергеевич,

Тел. 8(383)3304475

Факс. 8(383)3332771

zhur@isp.nsc.ru

	5
	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физики микроструктур РАН» (ИФМ РАН)
	607680, Нижегородская область, Кстовский район, 

д. Афонино, 

ул. Академическая, д. 7
director@ipmras.ru 
	Шашкин Владимир Иванович,

+78314179455, 

sha@ipmras.ru 

	Высшие учебные заведения

	6
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технологический университет» (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ)

(ФГБОУ ВО МТУ)
	119454, г. Москва, пр. Вернадского, д. 78

8 (495) 433 0044 / 8 (495) 434-92-87

www.mirea.ru rector@mirea.ru
mirea@mirea.ru  
	Сидорин Виктор Викторович, проректор

8 (495) 433- 00-47

sidorin@mirea.ru  

	7
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский «Томский политехнический университет» (ФГБОУ ВО «НИ «ТПУ»), 

Институт неразрушающего НИ ТПУ
	 634050, г. Томск,

пр. Ленина, д. 30 

Тел. 8 (382-2) 70-17-79, 52-71-63, 56-38-23. Факс: 8 (382-2) 56-38-65 

tpu@tpu.ru 


	 Степанов Игорь Борисович, 

Зам. директора ФТИ НИ ТПУ по НР 

Тел. (382-2) 41-79-53 

stepanovib@tpu.ru 


	8
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

(ФГБОУ ВО «ТУСУР»)
	634050, Томск, пр. Ленина, д. 40

(382 2) 510-530

(382 2) 513-262, 526-365

www.tusur.ru
office@tusur.ru
	Малютин Николай Дмитриевич,

начальник научного управления

(382 2) 51-49-72

ndm@main.tusur.ru 

	9
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (ФГБОУ ВПО «СПб НИУ ИТМО»)
	197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49

8-812-232-97-04

8-812-232-23-07

www.ifmo.ru
org@mail.ifmo.ru
od@mail.ifmo.ru 
	Серебрякова Владлена Сергеевна,

начальник отдела Департамента по работе с высокотехнологичными отраслями промышленности

8-950-002-09-59

vlladllena@mail.ru

	10
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

(НИУ «МИЭТ»)
	124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1
Телефон: (499) 731-44-41. 

Факс: (499) 710-22-33. 

Телеграф: 124498, Москва, АТ 205264. 
www.miet.ru
pcfme@miee.ru  

netadm@miee.ru 
	Егоркин Владимир Ильич,

Проректор по научной работе

8-499-731-2279

pcfme@miee.ru  

lv@miee.ru 

	11
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
	115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31
Справочная: 8 (499) 324-8766, 788-56-99 доб. 8766
Справочная автомат: 8 (499) 324-8400
Факс: (499) 324-2111
www.mephi.ru
info@mephi.ru 
	Рыжук Роман Валерьевич, ведущий специалист

ryzhuk-rom@yandex.ru

	12
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»)
	197376, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5, 

(812) 346-44-87

(812) 346-27-58  факс

http:// www.eltech.ru
eltech@eltech.ru
root@post.etu.spb.ru 
	Малышев Виктор Николаевич телефон/факс (812) 2344681

vm@eltech.ru   

Пивоваров Игорь Юрьевич,

8 (812) 3464516

8 (812) 2344681 факс pivovarov_i_yu@mail.ru 

	13
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ имени М.В. Ломоносова), физический факультет
	119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 2 Телефон 8 (495) 939-16-82 

Факс 8 (495) 932-88-20 

Веб-сайт http://www.phys.msu.ru/  

dean@phys.msu.su 
	Образцов Александр Николаевич, 

телефон/факс 8 (495) 939-41-26 / 929-29-88

obraz@polly.phys.msu.ru 
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	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)
	111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
Справочная: +7 495 362-75-60, +7 495 362-72-01 (ректор)
www.mpei.ru 
universe@mpei.ac.ru 
	Серебрянников Сергей Владимирович

(495) 362-78-58

SerebriannkSV@mpei.ru
Румянцев Павел Александрович

(903) 595-55-42

ionve@inbox.ru 
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	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет» (ФГБОУ ВО «РГРТУ»)
	390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1

Тел.: (4912) 46-03-03

Факс: (4912) 92-22-15

www.rsreu.ru 
e-mail: rgrtu@rsreu.ru 
	Батуркин Сергей Александрович,

Тел.: 8 (4912) 460417

Факс: 8 (4912)922215

baturkin84@mail.ru

	16
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» (ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева»)
	ул. Большевистская, д. 68, г. Саранск, Республика Мордовия, Россия, 430005
Телефоны: +7 (8342) 233755; 290545; 472913

Факс: +7 (8342) 472913

www.mrsu.ru 

dep-general@adm.mrsu.ru  
dep-mail@adm.mrsu.ru 
	Шорохов Алексей Владимирович, 

Тел. (8342)290587,

Факс. (8342)242444,

alex.shorokhov@mail.ru,

cttmgu@mail.ru

	17
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский авиационный технологический институт - Российский государственный технологический

университет имени 

К. Э. Циолковского» (ФГБОУ ВПО «МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского») 

	Волоколамское шоссе, д. 4, г. Москва, A-80, ГСП-3, 125993 

Факс: +7 499 158-29-77 

Справочная: +7 499 158-43-33, 158-58-70, 158-00-02

Общий отдел: +7 499 158-92-09 

www.mai.ru 
mai@mai.ru 
	Слепцов Владимир Владимирович,

Тел.: 4959153327

Факс: 4959155719

08fraktal@inbox.ru
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	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
	125047, Россия, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Телефон: 8 (499) 978-87-40 (ректорат), 8 (499) 978-86-60 (Справочно-информационная служба РХТУ)

Факс: (495) 609-29-64

rector@muctr.ru 

www.muctr.ru 
	Аветисов Игорь Христофорович

Тел.: 8 (495) 496 61 77

Факс: 8 (495) 496 67 81

aich@rctu.ru

	19
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПб ПУ»)
	195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29

Тел.: 8 (812) 552 95 16
Канцелярия: 8 (812) 552-60-80

e-mail: office@spbstu.ru  

www.spbstu.ru 
	Коротков Александр Станиславович, 

моб. Тел.: +7 (911) 297-38-68

тел.: +7 (812) 552-76-21

факс: +7 (812) 552-95-16

e-mail: korotkov@spbstu.ru 

Иванов Никита Валерьевич,

моб. Тел.: +7 (911) 231-39-46

тел.: +7 (812) 552-86-43

факс: +7 (812) 552-98-29

e-mail: ivanovnick@mail.ru 

	20
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский Государственный Университет» (ФГБОУ ВО «ДГУ»)
	367000, Северокавказский ФО, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 43а 
Телефон: 8 (8722) 68-23-26 Факс: 8 (8722) 68-23-26
dgu@dgu.ru 

www.dgu.ru 
	Ашурбеков Назир Ашурбекович, 

тел.: 8-(8722)67-58-17

факс: 8-(8722)67-58-17

e-mail: nashurb@mail.ru 

	21
	Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (ДГУНХ)
	367008 Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, д. 5

Тел.: 8 (8722) 63-84-24
Факс: (8722) 63-83-43
www.dgunh.ru
dgunh@dgunh.ru
	Михайлов Анатолий Константинович, 

Тел.: +7 (961) 811-42-36

Факс: +7 (8722) 56-56-04

e-mail: dgunh@dgunh.ru 



	Научно-исследовательские институты (иная форма научно-исследовательской организации)

	22
	Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико- химический институт имени Л.Я. Карпова» (АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»)
	105064, г. Москва, пер. Обуха, д. 3-1/12, стр. 6 

Телефон: (495) 917-32-57

Факс: (495) 917-24-90 

www.nifhi.ru 
secretary@nifhi.ru 

АО «Наука и инновации» - Управляющая организация АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»: Россия, 105064, г. Москва, Воронцово поле, д. 10

Тел.: (495) 917-32-57 / Факс: (495) 917-24-90
	Колин Николай Георгиевич, 

заместитель директора филиала по научной работе 

8 (48439) 7 47 31

ngkolin48@mail.ru 
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	Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры»

(АО ЦНИИИА)
	410002, г. Саратов, ул. Московская, д. 66

Телефон: (8452) 27–12–80 

Факс: (8452) 23–60–70 

www.cime.ru   

cime@cime.ru 
	Васильев В.Т., заместитель генерального директора по научной работе

	24
	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт телевидения»

(АО «НИИТ»)
	194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22
Телефон приемной ГД: (812) 297-41-67; факс: 552-25-51

ЗГД по общим вопросам, телефон: (812) 555-88-90 

www.niitv.ru  

niitv@niitv.ru 
	Цыцулин Александр Константинович, заместитель генерального директора по научной работе

Тел.: 8 (812) 556-30-36

tsytsulin@niitv.ru 

	25
	Акционерное общество «Научно исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (АО «НИИМА «Прогресс»)
	125183, г. Москва, 

проезд Черепановых, д. 54,

8 (499)153-03-11 

8 (499)153-04-41

8 (499)153-01-61 (ф. авт)

niima@mri-progress.ru 
	Малышев Игорь Васильевич

тел. (499) 153-04-01

факс: (499) 153-01-61

 malyshev@mriprogress.msk.ru


	26
	Акционерное общество «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «ОНИИП»)
	644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231

+7 (3812) 36-36-74, 51-49-00
+7 (3812) 51-49-87, 53-66-73
www.oniip.ru
info@oniip.ru 
	Кривальцевич Сергей Викторович, Заместитель генерального директора по научной работе

+7 (3812) -770-222 (раб.)

science@oniip.ru 

	27
	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен»

(АО «НИИ «Феррит-Домен»)
	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 25А (д. 25, корп. 3)

Тел.: 8 (812) 676-28-83

8 (812) 373-03-68

8 (812) 676-29-19 (канцелярия)

8 (812) 676-29-29 (секретарь)

8 (812) 373-47-68 (ф. авт)

Факс: 8 (812) 676-29-64

http://www.ruselectronics.ru/enterprises/ferrite-domen/ 

domen@domen.ru 
	Чангли Игорь Михайлович
тел.: 8 (812) 676-2958
changli@elstandart.spb.ru 

	28
	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского»

(АО «НИИВТ им. С.А. Векшинского»)
	Адрес: 117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 7

Телефон (приемная): 8 (495) 280-71-20

Факс: 8 (499) 123-74-26

niivt@niivt.ru
	Нестеров Сергей Борисович, заместитель директора по научной работе,

(499) 123- 4308, 

sbnesterov@niivt.ru 

	29
	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронной техники» (АО «НИИЭТ»)
	394033, г. Воронеж, Старых Большевиков ул., д. 5

Отдел маркетинга и сбыта:

(473) 280-22-94, (473) 280-22-95

Приемная: 8 (473) 226-20-35

Факс: 8 (473) 226-98-95

Бухгалтерия: 8 (473) 225-48-51
niiet@niiet.ru
www.niiet.ru
	Кожевников Владимир Андреевич, начальник отдела, к.т.н., с.н.с.
vak@niiet.ru 

Тел.: 8-920-211-62-65

	30
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский государственный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «СНИИМ»)
	630004г. Новосибирск, 

пр. Димитрова, д. 4
Тел.: 8 (383) 210-08-14

Факс: 8 (383) 210-13-60 Приемная: 8 (383) 210-09-47 

http://sniim.ru  director@sniim.ru 
	Коптев Евгений Сергеевич, к. ф.-м. н., с.н.с., заместитель директора ФГУП «СНИИМ» по метрологии и качеству
Тел.: 8 (383) 210-16-18, 8 (383) 210-11-85 

koptev@sniim.ru 

Минин Игорь Владиленович, научный консультант, доцент, д.т.н.
minin@sniim.ru, 8-913-396-5134

	31
	Акционерное общество ««Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (АО «ЦНИТИ «Техномаш»)
	121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
Тел./Факс (приемная): +7 (495) 278-00-00 / 8 (499) 144-75-15
www.cniti-technomash.ru 
cnititm@cnititm.ru 
	Алтухов Андрей Александрович,

Начальник исследовательско-технологического отдела алмазных материалов,
8 (499) 146-19-18
8 916 634 84 58
uai-co@yandex.ru 

	32
	Федеральное государственное бюджетное учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»)
	123182, Россия, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1. 

Телефон (справочная): +7 (499) 196­95­39

Факс: +7 (499) 196­17­04

nrcki@nrcki.ru 
www.nrcki.ru 
	Занавескин Максим Леонидович, начальник отдела прикладных наноэлектронных структур,
Курчатовский комплекс НБИКС-технологий

Тел.: +7 (916) 146-34-81, 8 (495) 939-44-14
zanaveskin_ml@nrcki.ru 

	Опытно-конструкторские бюро (иная форма конструкторской организации)

	33
	Акционерное общество «Конструкторское бюро «Икар»

(АО «КБ «Икар»)
	603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6
301830, Россия, Тульская обл., г. Богородицк, Заводской пр-д, д. 4
8 (831) 278-63-37

8 (831) 465-82-43 (ф. авт.)

8 (831) 278-62-86
 www.kbikar.ru 
	Двоешерстов Михаил Юрьевич, директор по научной работе
Dvoesh1@mail.ru 

	34
	Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро – Планета»

(ОАО «ОКБ-Планета»)
	173004, Россия, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13

Тел. (ГД): 8 (8162) 69-31-01, приемная, тел.: 8 (816-2) 69-30-92

Технический директор, тел.: 8 (8162) 69-30-94, приемная, тел.: 8 (816-2) 69-30-92

www.okbplaneta.ru 
secretary@okbplaneta.ru
	Смолкин Владислав Борисович,

заместитель начальника отдела разработки ИЭТ

816-269-3092

smolkinvb@okbplaneta.ru 

	35
	Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» 

(АО «СКТБ РТ»)
	173021, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55
Тел.: 8 (8162) 62-17-35

Факс: (8162) 61-62-58

www.sktb-relay.ru   sktb@mail.natm.ru 
	Орлов Алексей Валентинович, Заместитель главного инженера 

Тел.: 8 (8162) 62-90-42

oav31@yandex.ru 


	36
	Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро автоматики»

(АО «ЦКБА»)
	644027, Россия, г. Омск, пр-т Космический, д. 24а
Тел. (приемная ГД): 8 (3812) 53-98-30 

Факс: 8 (3812) 57-19-84, 53-66-05
www.ckba.net
ckba@omsknet.ru 
	Ефанов Владимир Иванович

Тел.: 8 (3812) 53-98-50

Факс: 8 (3812) 57-19-84

	Научно-производственные и производственные предприятия

	37
	Акционерное общество «Российская электроника»

(АО «Росэлектроника»)
	121059, Россия, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1
Тел./факс: 8 (495) 777-42-82 / 8 (495) 708-23-16

www.ruselectronics.ru 

info@ruselectronics.ru 
	Буробин Валерий Анатольевич,

Тел.: +7 495 777-42-82 (+10110)
vaburobin@ruselectronics.ru 

Приходько Павел Сергеевич

 (+10269)

psprikhodko@ruselectronics.ru 
Скурихин Андрей Владимирович

 (+10196)

avskurihin@ruselectronics.ru

	38
	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алмаз»

(АО «НПП «Алмаз»)
	410033, Россия, г. Саратов, ул. Панфилова, д. 1 
Тел.: 8 (8452) 63-35-58, 8 (8452) 63-25-57, 8 (8452) 47-98-40, 8 (8452) 47-99-94.

Факс: 8 (8452) 48–00–39
http://almaz-rpe.ru
info@almaz-rpe.ru; almaz-npp@mail.ru 
	Рафалович Александр Давидович
8 (8452) 631-18-27

ggot@bk.ru 

	39
	Акционерное общество «Государственный завод «Пульсар» 

(АО «ГЗ «Пульсар»)


	105187, Россия, г. Москва, Окружной проезд, д. 27

Телефон: 8 (499) 369-48-62

Факс: 8 (495) 365-06-68

Канцелярия: 8 (495) 601-94-17 доб. 5030

Телекс: 111529 ГИБРИД

http://www.gz-pulsar.ru/ 
openline@gz-pulsar.ru
www.пульсар.рф
	Пазинич Леонид Михайлович, зам. руководителя 

Научно-технологического центра АО «ГЗ «Пульсар», 

главный технолог

Тел.: 8 (495) 366-52-11,

8-916-576-52-17

pazinich@gz-pulsar.ru 

	40
	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Торий»

(АО «НПП «Торий»)
	117393, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52 

Tел. (приемная): 8 (499) 789-96-62 

Факс: 8 (495) 332-64-66
www.toriy.ru
npptoriy@mtu-net.ru 
	Чудин Виктор Геннадьевич, 

первый заместитель генерального директора

тел.: 8 (495) 718 29 55
Морев Сергей Павлович, заместитель начальника НТК по научной работе
Тел.: 8 495 332 68 66
Spmor@yandex.ru 

	41
	Акционерное общество «Завод «Метеор» (АО «Завод «Метеор»)
	404130, Россия, г. Волжский, Волгоградская область, ул. Горького, д. 1

Тел. (приемная): 8 (8443) 34-26-94, 8 (844)334-30-92 (канцелярия)

Факс: 8 (8443) 34-23-90
info@meteor.su 
meteor@ruselectronics.ru
www.meteor.su 
	Шахов Павел Николаевич, директор заводского научно-производственного центра акустоэлектроники - заместитель генерального директора
Тел.: 8 (8443) 34-30-02

shakhov@meteor.su
Насида Екатерина, инженер ОГК 
Тел.: 8 (8443) 34-15-49

	42
	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Контакт»

(АО «НПП «Контакт»)
	410033 г. Саратов, ул. Спицына, д. 1

Тел.: 8 (8452) 35-76-01, 8 (8452) 35-78-83, 8 (8452) 35-76-35

Факс: 8 (8452) 35-76-76

http://www.kontakt-saratov.ru/ 

office@kontakt-saratov.ru
	Дворцов Александр Петрович, 

заместитель главного инженера по развитию и новой технике АО «НПП «Контакт»,

Тел.: 8 (8452) 35-79-02

office@kontakt-saratov.ru 

	43
	Закрытое акционерное общество «Завод им. Козицкого»

(ЗАО «Завод им. Козицкого»)
	199178, Россия, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5-ая линия, д. 70

Тел.: 8 (812) 323-18-18, 8 (812) 328-33-63
Факс: 8 (812) 323-56-50
www.raduga.spb.ru
zavod@raduga.spb.ru
	Горбачев Александр Владимирович, первый заместитель генерального директора – директор по развитию
Тел.: 8 (812) 323-04-04

Gorbachevav@raduga.spb.ru 

	
	Акционерное общество «Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод им. Н. Г. Козицкого» (АО «ОПЗ им. Козицкого»)
	Россия 644007, г. Омск, ул. Чернышевского, 2

Телефон приемной директора: 8 (3812) 25-75-61

Телефон-факс: 8 (3812) 25-13-28 

ziko@citydom.ru
www.ziko55.ru
	Генеральный директор Поддубный Виктор Павлович 8 (3812) 25-75-61 

Главный инженер Налобин Владимир Дмитриевич 8 (8312) 24-86-51 

ЗГД по производству и кооперации Бальсевич Юрий Александрович 8 (3812) 25-56-81

	44
	Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Планета-Аргалл»

(ЗАО «НПП «Планета-Аргалл»)
	173004, Россия, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13

Телефон: 8 (8162) 693-121, 8 (8162) 630-433

Факс: 8 (8162) 693-122

argall@novgorod.net 

http://www.argall.ru/ 
	Лерман Захарий Моисеевич, генеральный директор

Тел.: 8 (8162) 693191



	45
	Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Пульсар»

(ОАО «НПП «Пульсар»)
	105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27

Тел.: 8 (495) 366-51-01

Канц.: 8 (495) 365-12-30
Факс: 8 (499) 369-36-36
www.pulsarnpp.ru  administrator@pulsarnpp.ru 
	Колковский Юрий Владимирович, заместитель генерального директора по научной работе, и.о. ученого секретаря
Тел.: (499)-369-05-33
kolk@pulsarnpp.ru 

	46
	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток»

(АО «НПП «Исток» им. Шокина»)
	141190, г. Фрязино, Московская область, ул. Вокзальная, 2а

Телефоны:

Дирекция: 8 (495) 465-86-66, 8 (495) 465-86-31 

Канц.: 8 (495) 465-88-48 

Факс: 8 (495) 465-86-86, +7 (495) 745-15-80 

http://www.istokmw.ru/ 
info@istokmw.ru 
	Щербаков Сергей Владиленович, заместитель генерального директора - директор по научной части, к.т.н., с.н.с.

Тел.: 8 (495) 465-86-66

sam-22@mail.ru 
sherbakov@istokmw.ru 

	47
	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют»

(АО «НПП «Салют»)
	603950 г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 7 
Тел.: 8 (831) 211-40-10, 8 (831) 211-40-00
Факс: 8 (831) 211-50-20
salut@salut.nnov.ru 
	Артамонов Валентин Васильевич - зам. Директора по микроэлектронике СВЧ

Тел.: 8 (831) 466-85-23;                                         8 (831) 466-15-13 

rassva@list.ru      

	48
	Закрытое акционерное общество «Светлана-Рост»

(ЗАО «Светлана-Рост»)
	194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27

Тел.: 8 (812) 313-54-51, 8 (812) 702-13-08, 
Факс: 8 (812) 320-43-94

http://www.svetlana-rost.ru/ 
info@svrost.ru 
	Чалый Виктор Петрович, генеральный директор, к. ф.-м. н.
Тел.: 8 (812) 294-25-94, 8 (812) 244-25-94; 8 (812) 326-61-74
chaly@semiteq.ru 

verlinger@semiteq.ru 

v.chaly@svrost.ru 

	49
	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ФАЗА» (АО «НПП «ФАЗА»)
	344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7г

Тел.: 8 (863) 252-31-25

Факс: 8 (863) 218-56-78

8 (863) 254-09-90

www.faza-don.ru 
faza4@aaanet.ru 
npoaofaza@mail.ru
	Козорезов Геннадий Георгиевич - Зам. генерального директора АО «НПП «ФАЗА» по ЭВП СВЧ по науке
Тел.: 8 (863) 252-57-43

faza@donpac.ru 

	50
	Акционерное общество «Рязанский завод металлокерамических приборов»

(АО «РЗМКП»)
	390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, 51 «B»
Тел. (приемная): 8 (4912) 24-97-57, 

факс: 8 (4912) 24-01-54 

http://www.rmcip.ru/ 
rzmkp@rmcip.ru
	Майзельс Рафаил Михайлович, доктор электротехники, главный конструктор и начальник отдела АО «РЗМКП»
8 (4912) 24-97-09
8 (4912) 24-01-21
maizelsrm@rmcip.ru 

	51
	Акционерное общество «Владыкинский механический завод» (АО «ВМЗ»)
	127238, Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 58, 

Телефон: (495) 482-56-58

Тел. (ГД): 8 (499) 482-55-85 

Тел. ЗГД - технический директор: 8 (495) 482-56-67 

Факс: (495) 482-56-47
Antipov@mosvmz.ru    
www.mosvmz.ru
mosvmz@mail.ru 
	Назаров Владимир Сергеевич, 

Телефон: 8 (495) 482 55 33, 

Факс: 8 (495) 482 56 47,

mosvmz@mail.ru 



	52
	Закрытое акционерное общество «АКБЭЛ»

(ЗАО «АКБЭЛ»)
	420043, г. Казань, ул Вишневского д. 26 оф. № 3
Тел.: 8 (831) 278-63-37, 

8 (831) 211-49-03
8 (920) 077-11-86 

info@akbel.ru 
	Добрынец Вероника Николаевна 
Тел.: 8 (831) 278-64-22
Кузнецов Алексей Борисович

8 (831) 465-82-43
Беляев Александр Валентинович

Тел.: 8 (831) 278-64-22

akbelin@rambler.ru

	53
	Акционерное общество «РОСНАНО»

(АО «РОСНАНО»)
	117036, Россия, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А

Телефон: +7 (495) 988-53-88

Факс: +7 (495) 988-53-99
http://www.rusnano.com 
info@rusnano.com 
	Хаханов Юрий Михайлович, тел.: +7 (495) 988–53–88 доб. 16-56, моб.: +7 (985) 77–00–365, e-mail: Yuri.Khakhanov@rusnano.com 

	54
	Акционерное общество «Концерн «Орион»

(АО «Концерн «Орион»)
	119435, Россия, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18 стр. 1

(499)766-46-52, www.concern-orion.ru, info@concern-orion.ru 
	Демидюк Андрей Викторович, 

заместитель генерального директора по стратегии, инвестициям и развитию a.demidyuk@concern-orion.ru 

	55
	Публичное акционерное общество «Тантал»

(ПАО «Тантал»)
	410040, Россия, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 110-А
Приемная

тел. (845-2) 47-64-42

факс (845-2) 63-28-20

Канцелярия

тел. (845-2) 67-04-61

факс (845-2) 47-63-83

http://www.oao-tantal.ru/
solopov@tantal-2.renet.ru 

market@pao-tantal.ru
	Федоренко Евгений Алексеевич, первый вице-президент – директор по науке
Тел.: 8 (8452) 67-07-30, 8 (8452) 67-02-16

Факс: 8 (8452) 67-02-16


	56
	Публичное акционерное общество «Светлана»
(ПАО «Светлана»)
	194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27
Телефон приемной ГД: 8 (812) 777-64-08 

Тел.: 8 (812) 554-03-70

Канц.: 8 (812) 552-94-15 

Факс: 8 (812)293-70-01

Ланская Алина Борисовна:
a.lanskaya@svetlanajsc.ru 
www.svetlanajsc.ru
svetlana@svetlanajsc.ru 
	Вьюгинов Владимир Николаевич – директор АО «Светлана-Электронприбор» (дочернее предприятие ПАО «Светлана»)
Телефон: 8 (812) 554-03-80

Факс: 8 (812) 554-03-66
Сайт: http://svetlana-ep.ru 


	57
	Акционерное общество «Концерн Радиостроения «Вега» (АО «Концерн «Вега»)
	Россия, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34 

Тел.: 8 (499) 753-4004 

Факс: 8 (495) 933-1563 

www.vega.su 
mail@vega.su 
	Буянкин Андрей Викторович, главный специалист Управления перспективных технологий - заместитель главного конструктора ОКР 
Тел.: 8 (499) 249-75-74

dcsp@vega.su 

	58
	Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»)
	Российская Федерация, 

121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

Приемная: 8 (495) 2762901

Справочная: 8 (495) 2762975

Канцелярия: 8 (495) 2762980

Факс: (495) 2762981

antey@almaz-antey.ru
	Росляков Игорь Алексеевич, начальник управления инновационного развития - 

заместитель председателя секции прикладных проблем

Тел.: 8 (495) 132-01-77
innov@almaz-antey.ru

	59
	Акционерное общество «Концерн «Созвездие» (АО «Концерн «Созвездие»)
	Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14

Телефон/Факс: 8 (473) 252-12-13 / 8 (473) 235-50-88
Факс (автомат): 8 (473) 23-55-088;

Канцелярия: 8 (473) 25-21-029;

Приемная: 8 (473) 252-12-59;
Телефон/Факс (ГД): (473) 252-12-13 

Телефон/Факс (Научный руководитель): 8 (473) 252-12-13 

bvi@sozvezdie.su 
http://www.sozvezdie.su 
office@sozvezdie.su
	Корнеев Николай Владимирович
Заместитель генерального директора – начальник Департамента по качеству и инновационным технологиям
Телефон/факс: (473) 252-21-06
Тел.: 8 (473) 235-57-63

Факс: 8 (473) 235-20-22

Моб. 8 919 184 50 58
korneev@sozvezdie.su 



	60
	Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «КОМЕТЕХ» (ЗАО «НПП «КОМЕТЕХ»)
	Россия, г. Санкт-Петербург, 196128, ул. Варшавская, д. 11
Юридический адрес: Россия, 198207, г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 12, лит. А, пом. 1Н
Тел.: 8 (812) 407-25-04

http://www.kometeh.ru/ 
e-mail: mail@kometeh.ru 
	Ляшук Илья Викторович,
руководитель проектов (уполномоченное лицо)
Тел.: 8 (931) 307 03 46, 8 (812) 333 06 15
Факс: 8 (812) 313 25 49
liv@binar-com.ru

	61
	Акционерное общество «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (АО «УПКБ «Деталь») 
	Россия, 623409, Россия, г. Каменск-Уральский Свердловской области, ул. Пионерская, д. 8

Телефон: 8 (3439) 37-58-50 (секретарь)

8 (3439) 37-58-61 (канцелярия)

Факс: 8 (3439) 37-58-60

Телетайп: 348414 АГАТ
http://www.upkb.ru/ 

E-mail: upkb@nexcom.ru 
	Пономарев Леонид Иванович, генеральный директор - главный конструктор
Тел.: 8 (3439) 37-58-50, 8 (3439) 37-58-58

Факс: 8 (3439) 3-42-42, 8 (3439) 3-32-30
Захаров Александр Юрьевич, советник генерального директора

Тел.: +7 916 961 41 14
upkb@nexcom.ru 

	62
	Закрытое акционерное общество «Элма-Малахит» (ЗАО «Элма-Малахит») (дочернее общество акционерного общества «Концерн Энергомера»)
	Фактический адрес: стр. 2, 4806-й Проезд, д. 4, г. Москва (ЗелАО), Россия, 124498

Юридический адрес: Россия, 124460 г. Москва, г. Зеленоград, проспект Георгиевский, д. 4, стр. 2
Тел./факс: 8 (499) 732-18-30
Тел.: 8 (499) 720-81-01 

E-mail: secretar@elma-malachit.ru 

info@elma-malachit.ru 
www.elma-malachit.ru
	- Цыпленков Игорь Николаевич, 

8 (499) 720-83-70
info@elma-m.com
- Свешников Юрий Николаевич, 

8 (499) 720-83-70
info@elma-m.com
- Арендаренко Алексей Андреевич, 
телефон +7 (499) 732-18-30 arendarenko@emal.zelcom.ru 

	63
	Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» (АО «Гиредмет») (входит в состав госкорпорации «Росатом»)
	Большой Толмачевский пер., дом 5, стр. 1, г. Москва, Россия, 119017 

Тел. 8 (495) 708-44-66, 8 (495) 708-44-66
www.giredmet.ru
 E-mail: pyn@giredmet.ru (дирекция) / marketing@giredmet.ru (отдел маркетинга)
Тел.: 8 (495) 981-30-10

Факс: 8 (495) 951-62-25
	Едренникова Елена Евгеньевна – зам. Директора по науке, к.т.н. 
e-mail: EEEdrennikova@rosatom.ru 

	64
	Закрытое акционерное общество «Союз-Электроника» (ЗАО «СЭЛ»)
	630049, Россия, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 220

Приемная директора, тел.: 8 (383) 373-71-45, 8 (383) 225-08-70 

Факс: 8 (383) 225-89-83

Тел. (отдел продаж): 8 (383) 373-71-42, 8 (383) 228-71-95 

http://ru.nevz.ru/ 
deys@nevz.ru 
	Курочкин Геннадий Петрович, 

тел.: 8 (383) 225-36-36, 

8 (383)  346-06-12, 
8 (383) 315-29-01, 
8 (383) 346-11-71,

8 (383) 373-92-51, 
8 (383) 373-71-73
факс: 8 (383) 225-89-83

e-mail: kurochkin@nevz.ru 

	65
	Закрытое акционерное общество «Элекард Девайсез»

(ЗАО «Элекард Девайсез»)
	634055, Россия, г. Томск, пр. Развития, д. 3 

Телефон: 8 (3822) 488-585 доп. 2050

Факс: 8 (3822) 488-585 доп. 2048
http://www.elecard.ru

http://www.elecard.com/ 

productinfo@elecard.com 
	Беляков Константин Олегович, вице-президент по стратегическому развитию и внешним связям группы компаний Elecard, проректор по инновационной деятельности НИ ТГУ, депутат Думы города Томска

Тел.: 8 (3822) 783-763, 8 (3822) 270-17-72, 8 (3822) 701-455, доб. 2050

e-mail: BelyakovKO@mail.tsu.ru
sales@elecard.com 

	66
	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Информационные и сетевые технологии» (ЗАО «НПФ «ИНСЕТ»)
	Россия, г. Москва, 129626, Староалексеевская ул., 5, оф. 215

Телефон: 8 (495) 334 75 91, 8 (495) 720-51-29 
Факс: 8 (499) 579 85 22 

E-mail: office@incet.ru  

vishn@inbox.ru 

http://www.incet.ru/ 
	Вишневский Владимир Миронович, генеральный директор

vishn@incet.ru 

	Другие организации

	67
	Общество с ограниченной ответственностью «Новые электронные компоненты»

(ООО «НОВЭЛКОМ»)
	117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, 7 стр. 5
Тел.: 8 (499) 123-44-64
	Галиченко Николай Алексеевич, генеральный директор
Тел.: 8 (495) 954-13-13  

	68
	Общество с ограниченной ответственностью «Вириал» (ООО «ВИРИАЛ»)
	Почтовый адрес: 194156, Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, а/я 52 

Юридический адрес: 194156, Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. Ф
Тел./факс (канц.): 8 (812) 702-10-24 / 8 (812) 326-61-97 

Тел./факс (ГД): 8 (812) 294-25-83 / 8 (812) 326-61-97 

Тел./факс (технический директор): 8 (812) 293-44-41 / 8 (812) 326-61-97 

http://www.virial.ru/ 

info@virial.ru 
	Лев Николаевич Кочерга, директор по развитию 

Тел./факс: 8 (812) 294-01-64 / 8 (812) 326-61-97 
Моб. 8 (911) 917-20-71
chiefdesigner@virial.ru 

	69
	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский институт «Апертура» (ООО «ЦНИИ «Апертура»)
	Физический адрес: Россия, 367029, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырмурзаева, д. 64/42
Юридический адрес: Россия, 367000, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 12
www.apertura.su 

info@apertura.su 
	Козлов Владимир Владимирович, генеральный директор
тел.: 8 (8722) 56-33-88
Агаева Сабина Расимовна, тел.: 8 (903) 714-93-11


	Приложение 4

	Результаты экспертизы проектов Технологической платформой «СВЧ технологии»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» мероприятие 1.3

	№ п/п
	Тема проекта
	Уникальный номер заявки
	Форма собственности 

и полное наименование 

участника конкурса (заявителя) 
	Форма собственности 

и полное наименование индустриального партнера(ов)
	Поступление проектной документации и анкеты заявки
	Поддержан или отклонен

	1. 
	Исследование и разработка конструкции и технологий гетеробиполярных транзисторов на основе гетероструктур арсенида галлия, необходимых для монолитных схем СВЧ-генераторов с ультранизкими фазовыми шумами коротковолновой части сантиметрового диапазона
	2016-14-579-0009-1244
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
	Акционерное обществоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
	Поступили
	Поддержан

	2. 
	Разработка технологий высокочистых веществ для компонентной базы фотоники и СВЧ электроники
	2016-14-579-0009-7532
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
	-
	Поступили
	Поддержан

	3. 
	Разработка технологий создания управляемых линзовых СВЧ антенн на основе нелинейных диэлектриков автомобильных систем безопасности
	2016-14-579-0009-6186
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный университет»
	Открытое акционерное общество «Корпорация развития Дагестана»
	Поступили
	Поддержан

	4. 
	Проведение исследований и создание научно-технологического задела в области разработки мультисервисных систем управления радиорелейными станциями повышенной достоверности на основе многоядерных программно-реконфигурируемых структур
	2016-14-579-0009-4563
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
	Общество с ограниченной ответственностью «КОМПНЕТ»
	Поступили
	Поддержан

	5. 
	Разработка технологии получения низкоомных ионнолегированных p-слоев карбида кремния для мощной электроники
	2016-14-579-0009-1976
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	-
	Поступили
	Поддержан

	6. 
	Исследование и разработка конструкторских и технологических решений по созданию квантово-каскадного лазера терагерцового диапазона частот на основе многослойных GaAs/AlGaAs наногетероструктур
	2016-14-579-0009-5147
	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук
	Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
	Поступили
	Поддержан

	7. 
	Разработка конструкции и технологии изготовления сверхминиатюрных магнитоуправляемых герметизированных контактов (герконов_ с конкурентными на мировом рынке техническими и экономическими показателями
	2016-14-579-0009-4741
	Акционерное общество «Росэлектроника»
	Акционерное общество «Рязанский завод металлокерамических приборов»
	Поступили
	Поддержан

	8. 
	Исследования конструктивно-технологических принципов создания интеллектуальных источников питания для излучателей АФАР
	2016-14-579-0009-9909
	Закрытое акционерное общество «НПЦ СпецЭлектронСистемы»
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-производственный комплекс «Технологический центр» МИЭТ».
	Поступили
	Поддержан

	9. 
	Разработка конструкций и технологии изготовления трехмерных интегральных структур, повышающих эффективность холодной эмиссии в устройствах микровакуумной техники
	2016-14-579-0009-5042
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-производственный комплекс «Технологический центр» МИЭТ»
	Поступили
	Поддержан

	10. 
	Разработка пассивных элементов высокочастотной электроники на основе графена и других 2D структур
	2016-14-579-0009-2240
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
	Публичное акционерное общество «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»
	Поступили
	Поддержан

	11. 
	Разработка технологии получения наноструктурированных наполнителей на основе прямого окисления сероводорода для производства малошумящего твердооксидного топливного элемента для использования в миниатюрных автономных промышленных СВЧ-системах
	2016-14-579-0009-6316
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»
	Общество с ограниченной ответственностью «Аритекс»
	Поступили
	Поддержан

	12. 
	Разработка мета-атомов, мета-поверхностей и метаматериалов на основе полых нано- и микросфер с магнитными включениями для эффективного манипулирования СВЧ и терагерцовым излучением
	2016-14-579-0009-0325
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный университет»
	Общество с ограниченной ответственностью «Гравитон»
	Поступили
	Поддержан

	13. 
	Разработка новых термо- и фотоотверждаемых композиционных материалов для микроэлектроники
	-
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московских технологический университет»
	-
	Поступили
	Поддержан

	14. 
	Разработка высокоскоростного цифрового радиоканала связи между антропоморфным манипулятором и устройством копирующего типа, оснащенным шлемом виртуальной реальности.
	2016-14-579-0009-7389
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
	НПО «Андроидная техника»
	Поступили
	Поддержан

	15. 
	Разработка научно-технических решений по созданию биосенсорных систем для мультипараметрической диагностики на основе HEMT нитридных гетероструктур
	2016-14-579-0009-9177
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
	Закрытое акционерное общество «Светлана-Электронприбор»
	Поступили
	Поддержан

	
	Гран ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», конкурс «РАЗВИТИЕ-НТИ»



	16. 
	Создание автомобильного радара дальнего действия с электрически управляемой антенной системой
	НТИ-26665
	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский институт «Апертура»
	-
	Поступили
	Поддержан

	
	Постановлению Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 



	17. 
	Разработка технологии и организация производства монолитных интегральных схем сантиметрового диапазона длин волн на основе нитридных гетероструктур
	2017-218-09-8763
	Открытое акционерное общество «ОКБ-Планета»

(г. Великий Новгород)
	Исполнители работы:

- ИСВЧПЭ РАН (г. Москва)

- ЗАО «НТО» (г. Санкт-Петербург)
	Поступили
	Поддержан


	Приложение 5

	План действий технологической платформы на 2017 год

	№
	Наименования

мероприятия
	Исполнители
	Срок
	Пояснения к содержанию мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Формирование состава участников технологической платформы

	1
	Прием новых участников
	Правление
	В течение 2017 года
	На 31.12.2016 поступили три заявления о включении в состав участников ТП «СВЧ технологии». Планируется рассмотрение и включение в состав ТП «СВЧ технологии» новых членов на внеочередном Общем собрании участников 27.02.2017: ООО «ЗМТ», АО «НИИПП» и ООО «Ботлихский радиозавод», а также других возможных членов на основании соответствующих заявлений

	2
	Организация взаимодействия с компаниями с государственным участием по вопросам участия в деятельности ТП «СВЧ технологии»
	Правление
	В течение 2017 года
	Подготовка и рассылка предложений, поиск путей заинтересованности взаимодействия компаний с государственным участием с ТП «СВЧ технологии»

	3
	Исключение из состава участников ТП «СВЧ технологии» 
	Правление
	По итогам работы в 2016 году
	После проведения анализа результативности деятельности организаций-участниц ТП «СВЧ технологии» в 2016 г.

	4
	Анализ состава участников ТП «СВЧ» для оценки их технического, научно-технологического и рыночного потенциала
	Правление,

Экспертный совет
	В течение 2017 года
	Необходимо для более эффективного вовлечения членов платформы в деятельность по основным направлениям СПИ ТП «СВЧ технологии»

	5
	Организация взаимодействия с вузами, научными организациями и частным сектором с целью привлечения новых участников
	Координатор ТП,

Правление
	В течение 2017 года
	Разместить информацию о ТП «СВЧ технологии» со ссылкой на информацию на сайте http://new.isvch.ru/tp/. 

	
	
	
	
	

	2. Создание и совершенствование организационной структуры технологической платформы

	1
	Подготовка предложений по кандидатурам для включения или замены в составе Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии»
	Правление
	В течение 2017 года
	Сбор предложений по кандидатурам для включения или замены в составе Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии»

	2
	Внесение изменений в составы Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии».  Избрание новых членов
	Общее собрание
	4 квартал 2017 года
	После проведения анализа предложений по кандидатурам для включения или замены в составе Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии»

	3
	Подготовка информационных и презентационных материалов по ТП «СВЧ технологии» (рус/англ яз)
	Правление
	В течение 2017 года
	Комплект промо-материалов необходим для реализации программы мероприятий платформы, в том числе международных, привлечения партнеров и повышение статуса ТП.

	4
	Разработка комплекса предложений по обеспечению организационной и финансовой поддержки деятельности ТП «СВЧ технологии»
	Правление
	В течение 2017 года
	Членские взносы за участие в работе ТП «СВЧ технологии» не взимаются. Оперативная работа выполняется участниками ТП за свой счет безвозмездно. Финансовая поддержка и сопровождение реализации Программы мероприятий ТП может осуществляться за счет Договоров о партнерстве. 

	5
	Проведение Общего собрания участников ТП «СВЧ технологии» 
	Правление
	В течение 2017 года
	Подведение промежуточных итогов деятельности, решение организационных вопросов и др. с участием всех членов платформы, прошедших перерегистрацию

	
	
	
	
	

	3. Разработка стратегической программы исследований (СПИ) и создание планов по ее реализации

	1
	Актуализация Стратегической программы исследований (СПИ)
	Правление, НТС,

Экспертный совет
	3-4 квартал
	Проведение анализа изменений, подготовленных организациями-участниками ТП «СВЧ технологии» для актуализации СПИ ТП «СВЧ технологии»

	2
	Организация взаимодействия с компаниями с государственным участием, реализующим программы инновационного развития, по вопросам реализации проектов в области СВЧ технологий
	Правление
	В течение года
	Подготовка и рассылка предложений и презентаций проектов в области СВЧ технологий

	3
	Сбор и анализ проектов в рамках СПИ
	Экспертный совет
	1-2 квартал
	Предложения механизмов частно-государственного партнерства в области исследований и разработок для реализации в рамках ТП «СВЧ технологии»

	4
	Проведение экспертной оценки проектов в рамках 
	Экспертный совет
	1-2 квартал
	Продолжение сбора и анализ предложений участников ТП «СВЧ технологии» по возможным исполнителям отдельных проектов из СПИ со стороны вузов и научных организаций, развитию их кооперации в рамках реализации проектов СПИ

	5
	Разработка планов реализации СПИ 
	Правление
	3-4 квартал
	После внесения изменений в актуализированную Стратегическую программу исследований

	6
	Разработка проекта Дорожной карты
	НТС
	2-3 квартал
	При условии получения методики от Минэкономразвития России

	
	
	
	
	

	4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования

	1
	Завершение ОКР
	АО «НПП «Контакт»
	2017 г.
	Опытно-конструкторские работы по разработке электронно-управляемых фазочастотных блоков, сверхударопрочного сверхширокополосного модуля задержки сигналов миллиметрового диапазона длин волн (с освоением в производстве) и технологии создания аппаратуры настройки контроля прием-передающего канала корабельных радиолокационных станций».

	2
	Разработка нового класса элементной базы СВЧ-электроники, радиофотоники
	НИУ «МИЭТ»
	2017 г.
	Разработка модулей, совмещающих аналоговую и цифровую части в рамках одной монолитной микросхемы, а также содержащей передающую или приемную антенны. Такие компоненты с интегрированными антеннами открывают возможность приема и передачи в области динамически перестраиваемой диаграммы направленности, что вообще исключает необходимость работы с аналоговыми СВЧ-трактами.

	
	
	
	
	Разработка компонентной базы радиофотоники, функциональных узлов и составных частей на их основе, включая оптико-электронные и электронно-оптические преобразователи, фотоприемные устройства, устройства оптического излучения, усилители, линии задержки волоконно-оптических линий, в гибридном и монолитном исполнении. Применение полупроводниковой компонентной базы радиофотоники на основе соединений А3В5 и кремния позволит успешно справиться с поставленными задачами.

В области мощных СВЧ усилителей традиционный материал GaAs и гетероструктуры на его основе уступает место GaN. Разработка МИС усилителей мощности на 20-50 Вт диапазона частот 2-18 ГГц является до сих пор нерешенной задачей. Таким образом, является актуальной проблема разработки и изготовления линейки GaN МИС усилителей мощности указанного выше диапазона.

По мере развития тематики алмазов и алмазоподобных пленок встала реальной возможность решения задачи разработки сильноточных катодно-сеточных узлов на основе алмаза и алмазоподобных пленок, а также создание СВЧ-полупроводниковых приборов и устройств на основе алмазных структур.

	3
	Разработка и внедрение внутренних нормативных правовых актов
	АО «ЦКБА» (научно-инновационный отдел)
	2017 г.
	Внедрение стандарта организации СТО 8.5-10-2016 Система менеджмента качества. Улучшение. Процесс «Управление инновационной деятельностью»:

· создание базы инновационных проектов;

· расчет значения результативности процесса СМК «Управление инновационной деятельностью».

	4
	Проведение НИР
	АО «ЦКБА» (научно-инновационный отдел (НИО))
	2017 г.
	НИР, посвященная проектированию на основе математического моделирования типовых решений для пассивных пеленгационных систем на основе конформных антенных решеток.
Задачи, решаемые при выполнении работы:

· проработка возможности создания типовых, базовых решений построения пеленгатора для перспективных изделий;

· разработка инструментов проектирования;

· анализ возможностей и ограничений алгоритмов пеленгации для антенных систем на основе конформных антенных решеток.

	5
	Разработка и внедрение новых технологий
	Отдел антенн и СВЧ устройств, НИО, отдел главного конструктора ПРГС АО «ЦКБА»
	2017 г.
	Разработка и внедрение технологии изготовления прецизионных микрополосковых плат, в том числе:
· технологический процесс очистки подложек;
· технологический процесс постсушки фоторезиста; 
· технологический процесс изготовления резистивно-коммутационных плат на основе нитрида тантала. 

	6
	Разработка технологии формирования СВЧ компонентов
	Отдел

Микроэлектроники АО «ЦКБА»
	2017 г.
	Разработка технологии формирования пассивных СВЧ компонентов на полупроводниковых пластинах, в том числе: 

· технологический процесс утонения и размерной обработки пластин;

· технология формирования меза-структуры; 

· технология формирования омических контактов.

Другие участники проекта: АО «НИИПП», г. Томск.

	7
	Работы по конструированию для ранее разработанных перспективных изделий
	Отдел Микроэлектроники АО «ЦКБА»
	2017 г.
	1. Работа по поиску (разработке) конструкторско-технологического решения создания прецизионных термостабильных тонкопленочных СВЧ микроплат с встроенными емкостными элементами.

2. Проведение работ по конструированию и технологии изготовления микроплат с емкостными элементами для СВЧ трактов ранее разработанных и перспективных изделий позволит:
· обеспечить изготовление микроэлектронных устройств СВЧ диапазона в сжатые сроки и с требуемыми параметрами;

· существенно снизить себестоимость изделий;

· создать научно-технический задел предприятия для реализации устройств в интегральном исполнении.

	8
	Выполнение НИОКР
	Отдел Микроэлектроники АО «ЦКБА»
	2017 г.
	Проект по разработке СВЧ гетероструктурного сверхмалошумящего транзистора диапазона 0,5 - 18 ГГц.

Предполагаемые сроки проведения работы: 2017-2019 гг.

Организация, реализующая проект: НИЯУ «МИФИ».
Другие участники проекта: АО «ЦКБА», г. Омск (ИП и потребитель результатов научно-технической продукции).

Заключен предварительный договор между НИЯУ «МИФИ» и АО «ЦКБА» о софинансировании и дальнейшем использовании результатов исследований для участия в открытом конкурсе на выполнение работ в рамках государственного задания РФ (результаты конкурса положительные).

	9
	Выполнение ОКР за счет внебюджетных источников
	Национальный исследовательский Томский политехнический университет
	2016 - 2017 гг.
	Проект по разработке, созданию и испытаниям в составе излучающего модуля макетов резонансных СВЧ компрессоров.
Ожидаемый объем финансирования - до 7 000 тыс. руб.

В 2017 г. планируется заключение двух контрактов с иностранными компаниями по созданию излучательных установок с компрессией импульсов на выходе магнетронных генераторов на общую сумму 23 000 тыс. руб.

	10
	Выполнение ОКР за счет внебюджетных источников
	Национальный исследовательский Томский политехнический университет
	2016 - 2017 гг.
	Работы по разработке и созданию технологии и установки для вакуумной СВЧ сушки пастообразующих продуктов.

В 2017 г. будет продолжение работы по разработке и созданию промышленной технологии и установки по вакуумной СВЧ сушки пастообразных продуктов за счет внебюджетного финансирования.

Объем внебюджетного финансирования 500 тыс. руб.

Осуществляется подготовка договора по созданию такой установки за счет внебюджетного финансирования, объемом 1 000 тыс. руб.

	11
	Определение векторов развития для реализации стратегических траекторий
	АО «УПКБ «Деталь»
	2017 г.
	В 2017 году основными направлениями деятельности предприятия по развитию СВЧ технологий, приборов и устройств являются:

· изготовление разработанных СВЧ МИС и внедрение их в изделия предприятия;

· продолжение разработки специализированных СВЧ МИС (пассивный умножитель частоты, усилитель мощности, цифровой двухбитный фазовращатель, генераторы, управляемые напряжением) для изделий предприятия;

· приобретение установки рентгеновского неразрушающего контроля герметичных многокристальных СВЧ модулей, с целью обнаружения скрытых дефектов и их устранения на ранней стадии производства изделий.

	12
	Выполнение ОКР
	АО «НПП «ФАЗА»
	2017 - 2019 гг.
	Работы по разработке базовой конструкции и технологии изготовления нового класса микровакуумных многоленточных усилительных клистронов (ММУК) в см- и мм- диапазоне длин волн в радиолокации различного назначения, в том числе с суммированием мощности в едином канале либо в пространстве.
Среди характеристик ММУК можно выделить сверхнизкие ускоряющие напряжения, высокие значения КПД, высокий коэффициент усиления, низкие значения шумов, рекордность соотношения: выходная мощность/масса прибора.

Принципиальная новизна научных и технических решений, используемых в работе, заключается в разработке сверхтонких (сечением до 0,1 мм) многоленточных пучков, для формирования которых разработана оригинальная конструкция электронно-оптической системы микровакуумного клистрона.
Разработанные в рамках данной работы ММУК могут обеспечить приоритетность их широкого использования в современных радиоэлектронных комплексах.

	
	
	
	
	В ходе выполнения работы возможно оформление патентов, авторских свидетельств на изобретение и полезных моделей в целях обеспечения защиты создаваемой интеллектуальной собственности.

	13
	Выполнение проекта
	ООО «Вириал»
	2017 г.
	В настоящее время пиролитический нитрид бора (ПНБ), получаемый методом химического газофазного осаждения (ХГО), продолжает оставаться перспективным материалов и является объектом интереса и развития для применения в областях, где требуется сочетание высоких показателей таких характеристик, как термостойкость, теплопроводность, химическая инертность, стойкость к окислению, механическая прочность, диэлектрические свойства, газонепроницаемость.

Ожидается реализация технологии получения ПНБ совместно с Фондом «Сколково». 

Тема проекта: «Наноламинированный пиролитический нитрид бора (НПНБ) для электронной компонентной базы». 
Целью проекта является разработка опытной технологии производства изделий из НПНБ и опытной установки химического газофазного осаждения для получения заготовок из НПНБ. 
Результатом выполнения проекта может стать создание опытного производства изделий из НПНБ оборудования для его производства.

	14
	Выполнение проекта
	ООО «Вириал»
	2017 г.
	Тема проекта: «Разработка промышленной технологии получения пиролитического нитрида бора (ПНБ)» 
Цель проекта: Восстановление технологии производства ПНБ и адаптация существующих технологий к новому оборудованию. 
Результатом проекта является установка для получения ПНБ, ТД на производство заготовок из ПНБ

	15
	Выполнение ОКР
	ОКБ «Планета»
	Январь-ноябрь 2017 г.
	Работы, ведущиеся в целях разработки и затем освоения производства комплекта МИС на основе наногетероструктур А3В5 для передающих и приемных модулей высокой степени интеграции

	16
	Организация взаимодействия с ФОИВ и органами исполнительной власти субъектов РФ по вопросам деятельности ТП «СВЧ технологии»
	Правление
	В течение года
	Подготовка и рассылка предложений и презентаций ТП «СВЧ технологии» и проектов в области СВЧ технологий

	17
	Организация информирующих мероприятий с целью генерации новых производственных цепочек между промышленными предприятиями и научно-образовательными учреждениями, обмену данными о ведущихся разработках и запросах промышленности на прикладные исследования
	Правление
	В течение года
	Участие в совещаниях, выставках, конференциях и т.д. и информирование участников.  Размещение информации на сайте ТП «СВЧ технологии». 

	18
	Содействие реализации проектов, включенных в СПИ ТП «СВЧ технологии»
	Правление
	В течение года
	Осуществляется непрерывно.

Проводится экспертиза предложений по формированию тематики в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» Минобрнауки России.

	19
	Организация взаимодействия с российскими и зарубежными технологическими платформами
	Правление
	В течение года
	Проработка с учетом имеющихся ограничений на передачу технологий в отдельных группах частот СВЧ диапазона и других характеристик СВЧ аппаратуры.

	
	
	
	
	

	3. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров

	1
	Подготовка кадров
	АО «ЦНИИИА»
	В течение 2017 года
	· подготовка для молодых специалистов в СГТУ им. Ю.А. Гагарина;

· продолжение обучения аспирантов в СГТУ им. Ю.А. Гагарина;

· обеспечение деятельности базовой кафедры микро- и наноэлектроники для СГУ им. Н.Г. Чернышевского;

· обеспечение деятельности базовой кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаций в СГТУ им. Ю.А. Гагарина.

	2
	Подготовка научных и инженерно-технических кадров на профильных кафедрах в ВУЗах и на предприятиях
	Организации-участники ТП «СВЧ технологии»
	В течение 2017 года
	Обучение учащихся по трем ступеням высшего образования ведется в следующим вузах: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, СГТУ им. Ю.А. Гагарина, Московский технологический университет, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, НИЯУ «МИФИ», НИУ «МЭИ», НовГУ им. Я. Мудрого, Финансовый университет, МарГУ, МИЭМ при НИУ «ВШЭ», ФГБОУ ВО «ВГУ», ВГЛТА, ФГБОУ ВО «МАИ», РГРТУ, ФГБОУ ВО «ОмГТУ», ФГБОУ ВО «ИГХТУ»

	3
	Целевая подготовка студентов в ВУЗах за счет средств предприятия
	АО «НПП «Исток» им. Шокина»
	В течение 2017 года
	На базе филиала ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» (МИРЭА) в г. Фрязино и других ВУЗов в рамках договоров о сотрудничестве

	4
	Повышение квалификации и переподготовка сотрудников компании в ВУЗах
	АО «НПП «Исток» им. Шокина»
	В течение 2017 года
	Повышение квалификации на базе филиала ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» (МИРЭА) в г. Фрязино и других ВУЗов в рамках договоров о сотрудничестве

	5
	Подготовка кадров
	АО «ЦКБА»
	В течение 2017 года
	Привлечение профильной ТП «СВЧ технологии» к подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров, а также специалистов общества для освоения технологии создания СВЧ устройств на основе микроволновой фотоники, создания высокотехнологичного производств СВЧ техники на основе новых технологий LTCC и монолитных интегральных схем

	6
	Подготовка и трудоустройство выпускников вузов
	ЗАО «Светлана-Рост»
	В течение 2017 года
	Организация участия студентов магистратур Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ Петра Великого) и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») в НИР предприятия, в прохождении преддипломной практики, написании дипломов на базе КБ, прохождении летней производственной практики. 

	7
	Подготовка кадров для предприятия
	ЗАО «Светлана-Рост»
	В течение 2017 года
	Организация участия студентов магистратур ФГАОУ ВО «СПбПУ» и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в НИР предприятия, прохождении преддипломной практики, написании дипломов на базе КБ, прохождении летней производственной практики.
Предполагается: 

· создать документацию в ходе выполнения НИР, дипломные работы (бакалаврские и магистерские диссертации); 

· провести подготовку трех специалистов.

	8
	Проведение обучения студентов
	АО «ОНИИП»
	В течение 2017 года
	На период с января 2017 г. по декабрь 2017 г. планируется проведение обучения десяти студентов на базовых кафедрах ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и ОмГТУ для освоения области СВЧ диапазона в части разработок и производства микроэлектроники и аппаратуры связи

	9
	Организация взаимодействия с Минобрнауки России и профильными ВУЗами по вопросам подготовки научных и инженерно-технических кадров
	НТС
	В течение года
	Подготовка образовательных программ повышения квалификации, в т.ч. в области физики и технологий твердотельной наноэлектроники для создания высокоплотных радиоэлектронных модулей СВЧ, разработанной подразделением НИЯУ «МИФИ» «Институтом функциональной ядерной электроники» по запросу АО «Концерн Радиостроения «ВЕГА» на подготовку специалистов.

	10
	Стажировка студентов МИРЭА, МЭИ, МИФИ
	АО «НПП «Торий»
	В течение года
	Студенты и учащиеся магистратуры МИРЭА, НИУ «МЭИ», НИЯУ «МИФИ» принимают участие в выполнении НИОКР, совмещая учебу с работой на штатных должностях

	11
	Установление отношений с опорными вузами
	Организации-участники ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	Расширение базы опорных ВУЗов до 20 учебных заведений

	12
	Обучение студентов и учащихся магистратуры на базовых кафедрах предприятий
	ОАО «НПП «Салют», АО «НПП «Алмаз», АО «НПП «Исток» им. Шокина, АО «НПП «Контакт», АО «НПП «Торий», АО «СКТБ РТ», АО «НПП «Пульсар», АО «ЗПП», АО «ЦНИТИ «Техномаш»
	
	1. «Физика полупроводников и оптоэлектроника», «Электроника твердого тела» и «Электроника» ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

2. «Электронные приборы и устройства», «Радиоэлектроники и телекоммуникаций» по обучению студентов и магистров СГТУ им. Ю.А. Гагарина.

3. «Электроника и микроэлектроника», «Конструирование СВЧ и цифровых радиоэлектронных средств» филиала МИРЭА в г. Фрязино.

4. «Микро- и наноэлектроника» СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

5. «Мощная импульсная электроника» НИЯУ «МИФИ», «СВЧ приборов и устройств» МИРЭА, «Вакуумная электроника» НИУ «МЭИ».

6. «Проектирование и технология радиоаппаратуры» НовГУ им. Я. Мудрого.

7. «Материалы и функциональные структуры информационных систем и СВЧ техники», «Твердотельная электроника» МИРЭА АО «ГЗ «Пульсар».

8. «Экономика интеллектуальной собственности» Финансового университета.

9. «Кафедра конструирования и производства керамических изделий микроэлектроники» МарГУ.

10. «Материалы и функциональные структуры информационных систем и СВЧ техники» Института электроники МИРЭА (при участии АО «ГЗ «Пульсар»).

	
	Повышение квалификации и переподготовки инженерно-технических кадров предприятий
	Организации-участники ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	· Продолжение обучения аспирантов для АО «НИИЭТ» в ФГБОУ ВО «ВГУ» и ВГТУ.

· Открыта аспирантура в ИСВЧПЭ РАН по подготовке специалистов для разработки твердотельных приборов миллиметрового диапазона.
· аспиранты-сотрудники завода, проводят НИОКР в области перспективных научных направлений в АО «ГЗ «Пульсар».
· Сотрудники АО «НПП «Салют» проходят обучение в аспирантурах ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

	
	
	
	
	

	4. Развитие научной и инновационной инфраструктуры

	1
	Технологическая модернизация
	АО НПП «Пульсар»
	В течение года
	Реконструкция и техническое перевооружение производства приемопередающих модулей на основе мощных СВЧ-транзисторов 

	2
	Работа над сайтом 
	АО «Росэлектроника», ИСВЧПЭ РАН
	В течение года
	Разработка и ведение разделов сайта ТП «СВЧ технологии», посвященным: 
1. Перспективным технологиям интеграции СВЧ элементов и компонентов при создании радиоэлектронных модулей.

2. Технологическим решениям по защите функционирования СВЧ узлов и модулей от внешнего деструктивного электромагнитного воздействия.

3. Технологическим решениям по использованию решений микрофотоники в СВЧ узлах и модулях.

Примечание - Предлагается введение данных тематик, как отдельных и нужных в ТП специфических направлений, в которых АО «Концерн «Вега» может принять конструктивное участие. Могут служить информационной площадкой для обсуждения и выработки компромиссных решений по дальнейшему развитию направлений. Такой же подход нужен и по другим направлениям ТП «СВЧ технологии». Разделы предлагается вести с ограничением доступа

	3
	Формирование центра коллективного доступа
	АО «Концерн «Вега»
	В течение года
	В рамках создания «Центра перспективных разработок» предлагается организовать коллективный доступ (Центр коллективного доступа) к уникальным возможностям запускаемых технологий интеграции СВЧ решений в радиоэлектронные модули различного применения и назначения. 

Запуск технологической линейки планируется в июле 2017 г. Первая продукция должна быть получена до конца 2017 г. Сертификация и аттестация производственных процессов должна быть завершена до конца 2018 г. Работы по организации коллективного доступа предприятие может взять на себя

	4
	Реализация мероприятий по развитию ОЭЗ технико-внедренческого типа
	Организации-участники ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	    Подготовка предложений по составу организаций резидентов ОЭЗ «Исток».
    Формирование предложений в стратегию развития ОЭЗ «Исток»

	5
	Реализация мероприятий по развитию НОЦ
	Организации-участники ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	· В рамках инновационного территориального кластера «Зеленоград» и «Фрязино».

· В рамках Мультисистемного кластера АО «Научно-производственное объединение «Пульсар».
· В рамках НОЦ на базе интеграции АО «ГЗ «Пульсар» и НИЯУ «МИФИ».
· В рамках НОЦ по ускорителям электронов АО «НПП «Торий» и МГУ им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына).

· В рамках НОЦ «Нанотехнологии в сверхвысокочастотной полупроводниковой электронике» (ИСВЧПЭ РАН, МИРЭА, АО «НИИВТ им. С.А. Векшинского»).
· В рамках Центра превосходства «Электронная компонентная база СВЧ техники, перспективные технологии и материалы» (ИСВЧПЭ РАН, АО «ГЗ «Пульсар»).

	6
	Реализация мероприятий по развитию НОЦ
	АО «НПП «Исток» им. Шокина»
	В течение года
	В рамках инновационного территориального кластера «Фрязино» создание на базе филиала МГТУ МИРЭА г. Фрязино НОЦ непрерывного многоуровневого профессионального образования с целью обеспечения работодателя (АО «НПП «Исток» им. Шокина) высококвалифицированными кадрами от рабочих специальностей до магистров, а также в целях переподготовки кадров

	7
	Реализация мероприятий по развитию ЦКП
	Организации-участницы ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	В рамках развития ЦКП высокоточным научно-исследовательским, экспериментальным и производственным оборудованием на АО «НПП «Контакт» совместно с СГУ им. Н.В. Чернышевского принять участие в создании центра материаловедения, аналитико-сертификационного контроля и опытного малотоннажного производства для получения остродефицитных высокотехнологичных материалов для СВЧ, силовой и оптоэлектроники

	
	
	
	
	

	1. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере

	1
	Проведение совещаний и научно-практических конференций
	АО НПП «Пульсар»
	Октябрь 2017 г.
	Ежегодная ХVI Всероссийская научно-техническая конференция– «Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА».

	2
	Планируемое участие в выставках
	АО НПП «Пульсар»
	В течение года
	· Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 – 18.07.17-23.07.2017, г., Жуковский, Московская область.

· 15-я международная выставка по электронике, компонентам, оборудованию и технологиям «ChipEXPO-2017», 27.09.2017-29.09.2017, г. Москва, «Экспоцентр».

· XXI Международная выставка «Interpolitex» («Интерполитех-2017»), г. Москва, ВДНХ, Павильон № 75, 17-20 октября 2017 г.

· 14-я Международная выставка компонентов и систем силовой электроники «Силовая Электроника 2017», г. Москва, МВЦ «Крокус-Экспо», 24-26 октября 2017 г. 

	3
	Участие в выставках
	Организации-участницы ТП «СВЧ технологии»
	В течение года


	· 17 Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» («Нефтегаз-2017»), 17-20 апреля 2017 г., ЦВК «Экспоцентр», г. Москва;

· V ежегодная национальная выставка-форум «ВУЗПРОМЭКСПО-2017», 13-14 декабря 2017 г., г. Москва;

· Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017», 18.07.2017-23.07.2017, г. Жуковский, Московская обл.

	4
	Подготовка проектов в рамках ЕНТП «Эврика»
	Организации-участницы ТП «СВЧ технологии»
	В течение года


	Развитие сотрудничества с предприятиями, в том числе зарубежными, в целях создания инновационных технологий и продукции (инициатор – АО «НПП «Исток» им. Шокина»)

	5
	Участие в международных конференциях
	Организации-участницы ТП «СВЧ технологии»
	Май 2017 г.
	Международная научно-практическая конференция по физике и технологии наногетероструктурной СВЧ-электроники «Мокеровские чтения» на базе НИЯУ «МИФИ», г. Москва.

	6
	Участие в конференциях
	АО «ЦКБА»
	В течение года
	· СВЧ электроника -2017 г. (на базе АО «НПП «Исток» им. Шокина») г. Фрязино - май 2017 г.;

· Электроника и микроэлектроника СВЧ (на базе ЛЭТИ) г. Санкт-Петербург - июнь 2017 г.).

	7
	Участие в семинарах
	ИСВЧПЭ РАН
	Июнь 

2017 г.
	6-й научно-практический семинар пользователей оборудования Raith «Электронно-лучевая литография на оборудовании Raith: от идеи до реализации» (организаторы – ИСВЧПЭ РАН при поддержке ООО «ОПТЭК»)

	8
	Участие в выставке
	АО «НИФХИ им. Карпова»
	19-21 июня 2017 г.
	IX Международный форум «Атомэкспо-2017» (Гостиный двор, г. Москва)

	9
	Участие в выставке
	АО «НИФХИ им. Карпова»
	10-13 июля 2017 г.
	«Иннопром-2017» (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»)

	10
	Организация и проведение конференции
	АО «НИФХИ им. Карпова»
	19-23 апреля 2017 г.
	XXI Петряновские и II Фуксовские чтения по тематике: «Естественные и антропогенные аэрозоли. Современное состояние и перспективы развития процессов фильтрации. Разработка и модернизация технологии электроформования нано- и микроволокнистых материалов. Методы исследования и анализа аэрозолей».

	11
	Участие в семинаре
	АО «ОНИИП»
	Ежемесячно 2017 г.
	Научно-технический семинар «Перспективы развития радиосвязи и приборостроения» 

	12


	Участие в конференции
	АО «ОНИИП»
	Октябрь 2017 г.
	IV Международная научно-техническая конференция «Радиотехника, электроника и связь» (РЭиС–2017)

	13
	Участие в выставке
	АО «НПП «Пульсар»
	10-11 марта 2017 г.
	45-я Московская профориентационная выставка «Образование и карьера» (г. Москва Гостиный двор) при поддержке Минобрнауки РФ, Правительства города Москвы, Министерства образования Московской области, Совета ректоров вузов Москвы и Московской области.

	14
	Участие в выставке
	АО «НПП «Пульсар»
	25-27 апреля 2017 г.
	20-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих «ЭкспоЭлектроника-2017», г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

	15
	Участие в выставке
	АО «НПП «Пульсар»
	Ноябрь 2017 г.
	Международная научно-техническая конференция «INTERMATIC - 2017» и XIV Всероссийская научно-техническая школа-конференция молодых ученых «Молодые ученые - 2017», МТУ (МИРЭА), ноябрь 2017 г.

	17
	Организация, участие и проведение конференции
	АО «НПП «Пульсар»
	Октябрь 2017 г.
	XV Всероссийская научно-техническая конференция «Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА»

	18
	Участие и проведение конкурсов
	Организации-участники ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	Участие в конкурсе в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

	19
	Проведение круглых столов и презентаций
	Организации-участники ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	Осуществляется непрерывно в течение года

	20
	Участие в отраслевых и международных конференциях
	Организации-участники ТП «СВЧ технологии»
	29.05.2017-01.06.2017
	VI Всероссийская научно-техническая конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ» (на базе СПБГЭТУ «ЛЭТИ»), г. Санкт-Петербург - июнь 2017 г.).
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� Под технологическим аудитом понимается обеспечение адекватной оценки существующего технологического уровня организации в сравнении с конкурентами в России и за рубежом и ее периодическая актуализация по мере целесообразности и с учетом длительности цикла обновления техники и технологий в сфере деятельности (но не реже чем раз в 5 лет), проводимой с привлечением независимых экспертов (консультантов)


� В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2014 № 646 МГУПИ и Институт профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности со всеми филиалами присоединен к МИРЭА, позднее в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 27.05.2015 № 536 МИТХТ присоединен к МИРЭА и новый интегрированный университет переименован в МТУ


� В соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ №266 от 24 марта 2015 года «МАТИ-Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского» реорганизован в форме присоединения к «Московскому авиационному институту (национальный исследовательский университет) в качестве структурного подразделения
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Лист1

				Учреждения РАН		ВУЗы		НИИ		КБ и ОКБ		НПП и заводы		Другие

		01.01.2013  (43)		2		6		7		4		21		3

		01.01.2014  (49)		2		8		9		4		23		3

		01.01.2015  (63)		5		14		9		4		27		4

		01.01.2016  (69)		7		16		9		4		28		5

		01.01.2017  (69)		7		16		9		4		28		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.

		- 5 организаций – учреждения Российской академии наук;

		- 14 организаций – высшие учебные заведения и университеты;

		- 9 организаций – научно-исследовательские институты;

		- 4 организации – конструкторские бюро;

		- 27 организаций – научно-производственные и производственные предприятия;

		- 4 организации – другие.






